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(54) 액정 표시 장치 및 그 제조 방법, 및 배향 처리 장치 및배향 처리 방법

요약

본 발명은 액정 분자의 적정한 프리틸트각을 매우 안정하고 또한 용이하게 얻을 수 있는 배향막을 구비한 
액정 표시 장치 및 이러한 배향막을 사용하여 프로세스를 증가시키는 일없이 용이하고 또한 정확하게 분
할 배향을 행할 수 있게 한다.

중합체(x1)가 액정 분자의 배향을 초기 상태인 수직 배향으로부터 변화시켜, 랜덤 수평 배향으로 하게 하
고, 중합체(x2)가 액정 분자의 배향을 초기 상태로 유지하게 하는 것을 사용하고, 이들을 혼합 또는 중합
시킨 것을 포함하는 재료로 배향막(16a,16b)을 구성한다.  이러한 배향막에, 슬릿이 형성된 광학 마스크
를 통하여 자외선을 조사하고, 1회 조사에 의해 2분할 배향을 실현한다.

대표도

도2

색인어

액정 표시 장치, 프리틸트각, 배향막

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정 표시 장치의 개략 구성을 나타내는 단면도.   

도2는 2종류의 중합체로 되는 배향막에 대해서, 자외선 조사량에 대한 프리틸트각의 변화가 크게 다른 모
습을 나타내는 특성도.   

도3은 1종류의 중합체로 되는 배향막에 대해서, 자외선 조사량에 대한 표면 자유 에너지의 변화를 나타내
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는 특성도.   

도4는 적합한 배향막을 실현하기 위한 지침을 나타내는 특성도.   

도5는 배향막에 배향 처리를 실시하기 위한 장치를 나타내는 모식도.   

도6은 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정 표시 장치의 배향막에 대해서, 자외선 조사량에 대해 프리틸트
각이 이상적인 변화를 나타내는 특성도.   

도7은 제2 실시예의 배향 처리 장치의 주요 구성을 나타내는 개략 단면도.

도8은 광학 마스크(102)가 휜 경우의 자외선 조사의 모습을 나타내는 개략 단면도.   

도9는 배향막의 자외선 조사에 수반하는 틸트각의 변화를 나타내는 특성도.

도10은 2분할 배향시에, 기판에 제방형상 부재를 설치한 모습을 나타내는 개략 단면도.   

도11은 제2 실시예의 배향 처리에 사용하는 광원(램프)의 구성을 나타내는 모식도

도12는 광학 마스크에 대하여 광원(램프)를 주사시키는 모습을 나타내는 개략 사시도

도13은 TFT-LCD에 상하로 2분할 배향한 일례를 나타내는 모식도.   

도14는 TFT-LCD에 좌우로 2분할 배향한 일례를 나타내는 모식도.   

도15는 TFT-LCD에 상하 좌우로 4분할 배향한 일례를 나타내는 모식도.   

도16은 TFT-LCD에 상하 좌우로 4분할 배향한 일례를 나타내는 모식도.   

도17은 TFT-LCD에 상하로 2분할 배향한 일례를 나타내는 모식도.   

도18은 제방형상 부재와 화소 전극의 위치 관계를 나타내는 개략 단면도.   

도19는 제방형상 부재와 화소 전극의 중첩 부분의 폭과 화소 전극의 단부에서의 배향 불량의 폭의 관계를 
나타내는 특성도.   

도20은 제2 실시예의 다른 예를 나타내는 모식도.   

도21은 배향 상태가 양호하게 된 광학 마스크의 슬릿의 폭 및 광학 마스크와 기판의 거리의 최적값에 대
한 검토 결과를 나타내는 특성도.   

도22는 제3 실시예의 배향 처리 장치의 주요 구성을 나타내는 개략 단면도.

도23은 제3 실시예의 다른 예를 나타내는 개략 단면도.   

도24는 제3 실시예의 또 다른 예를 나타내는 개략 단면도.   

도25는 제4 실시예의 배향 처리 장치의 주요 구성을 나타내는 개략 단면도.

도26은 배향 처리 장치의 광학 마스크를 나타내는 개략 사시도.   

도27은 광학 마스크의 배치 상태를 나타내는 개략 사시도.   

도28은 제4 실시예에 의해 제조된 액정 표시 장치의 화상 상태를 나타내는 개략 평면도. 

도29는 2분할의 배향규제만을 실시하여 되는 액정 표시 장치의 화상 상태를 나타내는 개략 평면도.  

도30은 제4 실시예의 다른 예에서의 광학 마스크를 나타내는 개략 평면도.   

도31은 제4 실시예의 또 다른 예에서의 광학 마스크를 나타내는 개략 평면도.

도32는 제4 실시예의 또 다른 예에서 사용하는 광원의 일례를 나타내는 모식도.

도33은 광원의 산란성과 광학 마스크의 슬릿의 관계를 나타내는 개략 평면도.

도34는 제5 실시예의 액정 표시 장치의 화소 전극 근방을 나타내는 개략 평면도

도35는 슬릿이 형성된 화소 전극에서의 액정 분자의 배향의 모습을 나타내는 개략 단면도.   

도36은 제5 실시예의 다른 예를 나타내는 모식도.   

도37은 1종류의 중합체로 되는 배향막에 대해서, 자외선 조사량에 대한 프리틸트각의 변화를 나타내는 특
성도.   

도38은 배향막에 대한 경사진 자외선 조사에 의해서, 액정 분자에 소정 프리틸트각의 배향이 생긴 모습을 
나타내는 모식도.   

도39는 종래의 수법에 의해서, 배향막에 2분할 배향을 실시하는 경우의 공정을 나타내는 개략 단면도.  

도40은 광학 마스크에 휨이 생긴 경우의 부적당을 설명하기 위한 개략 단면도.  

부호의 설명 

1l, 12 투명 유리 기판

13, 112 액정층

14 절연층
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15 화소 전극

16a, 16b 배향막

17 컬러 필터

18 공통 전극

19, 20 편광자

31, 101, 302 광원

32 미러

33 홀더

102, 201, 301 광학 마스크

103, 203, 303 배향막

104 기판

104a, 204a, 304a CF기판

104b, 204b, 304b TFT기판

111, 211, 311, 411 슬릿

113, 313 게이트 전극

115, 315 데이터 전극

116 제방형상 부재

117 CS 전극

118, 318, 418 화소 전극

121 램프

122 차폐판

123 콜드 미러

131 슬릿의 누락

211a  불투명 유리 형상의 부분

212 프리즘

312 블랙 마트릭스

421 접속 부분

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정층을 협지(挾持)하는 배향막을 구비한 액정 표시 장치 및 그 제조 방법, 배향막에 소정의 
배향을 부여하는 배향 처리 장치 및 배향 처리 방법에 관한 것이다.   

최근에는 액정 표시 장치, 특히 TN(Twisted Nematic)형 표시 모드를 갖는 TFT(Thin Film Transistor:박막 
트랜지스터)형 액정 표시 장치가 널리 사용되고 있고, 예를 들면 퍼스널 컴퓨터의 표시 장치로서 범용으
로 공급되고 있다.

일반적으로, 액정 표시 장치는 소정 간격으로 유지되어 대향하는 한쌍의 기판과, 각 기판의 대향면에 형
성된 전극 및 배향막과, 배향막간에 삽입된 액정층를 구비하여 구성되어 있다.  한쪽 기판의 전극은 공통 
전극, 다른 쪽의 기판의 전극은 화소 전극으로서 형성되어 있고, 화소 전극은 액티브 매트릭스와 함께 설
치되는 일이 많다.  또, 전극은 한쪽 기판에만 설치되는 경우도 있다(예를 들면, IPS모드).  어느 쪽이든 
기판에는 블랙 매트릭스나 컬러 필터가 설치된다.  

종래의 액정 표시 장치에서는 배향막이 러빙되고, 액정층의 액정 분자가 소정의 방향으로 배향되어 있다.  
이 러빙은 배향막을 레이욘 등의 천으로 문지르는 작업이기 때문에, 상기 천을 무진실에 가지고 옴으로써 
먼지가 생긴다.  또, 러빙에 의해 정전기가 발생하여, 액티브 매트릭스의 TFT가 파괴될 위험이 있다.  그
래서, 본 발명자들은 특원평9-354940호에서 배향막으로의 자외선 조사에 의해 배향 처리하는 기술을 제안
하고, 또한 그 개량으로서 특원평11-72085호에서 수직 배향의 배향막에 경사져 자외선을 조사하고, 틸트
한 수직 배향을 실현하는 기술을 제안했다.  구체적으로는 도37에 나타내는 바와 같이, 폴리이미드 배향
막(501)의 표면에 대하여 예를 들면 45°의 각도로 자외선을 조사하여, 결과적으로 액정 분자(502)를 배
향시킨다.   

특원평11-72085호의 수법에 의해 실현되는 프리틸트각과 자외선 조사량의 전형적인 관계를 도38에 나타낸
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다.  

도시된 관계로부터, 자외선의 방사량이 적어 프리틸트각이 큰 경우에는 액정 표시 장치의 기판간 거리(셀
갭)를 유지하기 위해서 배치한 스페이서를 중심으로 한 부위에 흑점이 발생된다.  한편, 자외선의 방사량
이 너무 많으면 액정의 주입에 수반한 유동 배향이 발생하여, 어느 쪽이나 표시 불량의 주원인이 된다.  
이 경우, 양호한 화상 표시가 얻어지는 프리틸트각의 적정 범위는 89°근방을 중심으로 한 1.0°이하의 
좁은 범위가 된다.  

특원평11-72085호의 수법에서는 배향막에 소정각으로 경사져 자외선을 조사하기 때문에, 자외선 강도의 
각도 의존성이 강하여, 배향막 표면내에서 ±10% 정도의 편차가 생긴다.  도38의 특성 곡선을 참조하면, 
자외선 강도의 편차에 수반하여 프리틸트각에도 ±0.2% 정도의 편차가 발생하게 되어, 프리틸트각에 생기
는 오차가 무시할 수 없는 정도로 된다.  그 때문에, 화상에 표시 불량이 발생할 확률이 높게 되어, 신뢰
성을 해칠 염려가 있다.  

이와 같이 특원평11-72085호의 수법에 의하면, 러빙을 행하는 일없이 배향막에 간편한 배향 처리를 행할 
수는 있지만, 자외선 조사량의 변화에 대한 프리틸트각의 변화량이 크기 때문에, 적정한 자외선 조사가 
곤란한 문제가 있다.   

또한 표시 화면에서의 콘트라스트의 향상 및 표시의 명암의 반전 방지의 도모를 고려하여, 배향막에 다른 
방향에서 자외선을 조사하여, 화소내에서 분할 배향을 하는 배향 기술이 제안되어 있다.  이 경우, 구체
적으로는 도39a,b에 나타내는 바와 같이, 배향막(611)에 2분할 배향을 실시할 때에, 배향막(611)의 상부
에 슬릿(602)이 형성된 광학 마스크(601)를 배치하고, 광학 마스크(601)의 상부로부터 자외선의 평행광을 
경사방향에서 조사하고, 계속해서 각도가 다른 경사방향에서 다시 평행광을 조사한다(특개평11-133429호 
공보).

이와 같이 분할 배향을 행하는 경우, 배향막에 대하여 그 분할수에 따른 회수의 자외선을 조사할 것이 필
요하여, 필연적으로 프로세스의 증가를 초래한다.   

또한 이 경우, 광학 마스크의 휨의 문제가 있다.  즉, 도40에 나타내는 바와 같이, 광학 마스크(601)에 
휨이 생기면, 이것이 직접적으로 배향막(611)에서의 자외선 조사 위치의 편차를 초래한다.  예를 들면 화
소의 중앙을 경계로 하여 자외선을 2방향으로 조사하는 경우에 있어서도, 중심 위치가 어긋난 분할 배향
이 되어 버린다.  현재, 유리 기판의 크기는 매년 커지고 있어, 1m각의 사이즈의 기판까지 사용이 검토되
고 있다.  광학 마스크의 두께를 1cm로 하여도, 광학 마스크의 중앙 부분에서는 수십 ㎛ 정도 휘는 것이 
계산에 의해 분명하게 되어, 무시할 수 없는 설계 편차를 초래하게  된다.

상술한 바와 같이, 액정 화상의 가일층의 향상을 요구하여 분할 배향을 하려고 하면, 자외선의 경사진 조
사의 곤란성에 부가하여, 필연적으로 프로세스의 번잡화를 초래하고, 또한 요구 정밀도가 매우 엄격한 중
대한 문제를 갖고 있다.  

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기 제 과제를 감안하여 행하여진 것이고, 간단한 구조로, 러빙을 행하는 일없이 간편한 배향 
처리가 가능하고, 액정 분자의 적정한 프리틸트각을 매우 안정하고 또한 용이하게 얻을 수 있는 배향막을 
구비한 액정 표시 장치 및 그 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.   

또한 본 발명은 프로세스를 증가시키는 일없이 용이하고 또한 정확하게 분할 배향을 행하는 것을 가능하
게 하고, 표시 화면에서의 콘트라스트의 향상, 표시의 명암의 반전 방지 및 디스크리네이션 라인의 감소
를 도모하여 고성능의 매우 밝은 액정 화면을 실현하는 배향 처리 장치, 배향 처리 방법, 액정 표시 장치 
및 그 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.     

    발명의 구성 및 작용

본 발명자들은 예의 검토의 결과, 이하에 나타내는 발명의 여러 태양에 이르렀다.

제1 태양은 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치를 대상으로 한다.  이 액정 표시 장치에서는 상기 배향막이 상기 액
정층의 액정 분자에 대한 소정의 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 프리틸트각의 변화율이 다른 
적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 되고, 상기 배향막에 대한 자외선 조사에 의해 상기 액정 분자
가 소망하는 프리틸트각으로 조절되어 있는 것을 특징으로 한다.   

이 경우, 상기 2종류의 중합체는 한쪽이 액정 분자의 배향을 초기 상태로부터 변화시키는 것이고, 다른 
쪽이 액정 분자의 배향을 초기 상태로 유지시키는 것이 적합하다.  구체적으로는 상기 초기 상태가 수직 
배향이고, 상기 한쪽 중합체에 의한 변화하기 전의 배향이 수직 배향이고 변화후의 배향이 수평 배향 또
는 랜덤 수평 배향이다.

제1 태양의 액정 표시 장치에서는 액정 분자에 대한 소정 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 프리틸트각
의 변화율이 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 배향막이 구성된다.  각 중합체를 적당히 선
택함으로써, 소망하는 프리틸트각을 적정하게 조정하여, 자외선 조사량에 의해 변동하는 일이 없는 안정
한 프리틸트각을 실현할 수 있다.  구체적으로는 한쪽 중합체는 액정 분자의 배향을 초기 상태(예를 들면 
수직 배향)로부터 변화시키고, 예를 들면 랜덤 수평 배향 또는 수평 배향으로 하고, 다른 쪽의 중합체는 
액정 분자의 배향을 초기 상태로 유지하게 한다.  제조 공정에서, 이들 각 중합체의 비율을 적당히 조절
하고, 자외선 조사를 개시하여, 어느 시간까지 한쪽 중합체가 거의 액정 분자를 랜덤 수평 배향시킴에 비
하여, 다른 쪽의 중합체는 액정 분자의 배향 상태를 원래 상태로 유지시킨다.  즉, 상기 어느 시간 경과
후, 다른 쪽의 중합체의 비율에 대응한 프리틸트각이 자외선 조사량에 의존하는 일없이 안정적으로 유지
되게 된다.   

제2 태양은 상기 액정 표시 장치를 제조하는 방법이다.  즉, 1쌍의 기판에 각자 배향막을 형성하고, 상기 
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각 배향막을 대향시키도록 상기 배향막간에 액정층을 삽입하고, 상기 각 기판 간격을 일정하게 유지하여 
액정 표시 장치를 제조할 때에, 상기 배향막을, 상기 액정층의 액정 분자에 대한 초기 배향성을 갖고, 자
외선 조사에 따른 틸트각의 변화가 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 구성하여 상기 1쌍의 
기판에 도포하고, 상기 배향막의 표면에 대하여 경사진 방향에서 자외선을 조사하여, 상기 액정층의 액정 
분자에 대하여 소망하는 배향을 실현하는 것을 특징으로 한다.   

이에 의하여, 상술한 제1 태양의 액정 표시 장치, 즉 배향막의 재료가 되는 각중합체를 적당히 선택함으
로써, 소망하는 프리틸트각을 적정하게 조정하여, 자외선 조사량에 의해 변동하지 않는 안정한 프리틸트
각을 실현한 고성능의 액정 표시 장치를 제조할 수 있다.   

제3 태양은 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치를 대상으로 한다.  이 액정 표시 장치는 상기 액정에 소정의 경계에
서 복수의 분할 배향이 실시되어 있고, 상기 배향막의 표면 에너지는 상기 배향 분할의 경계에서 최대치 
또는 최소치가 되고, 경계에서 떨어질수록 작게 또는 크게 되는 것을 특징으로 한다.   

제4 태양은 상술한 제3 태양의 액정 표시 장치를 실현하기 위한 하나의 구체예가 되는 배향 처리 장치를 
대상으로 한다.  이 배향 처리 장치는 배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배
향시키는 것으로, 자외선의 산란광을 조사하는 광원과, 상기 광원 밑에 설치되고, 슬릿이 형성된 광학 마
스크를 구비하며, 상기 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 상기 광원으로부터 상기 광학 마
스크에 산란광을 조사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상
기 배향막에 조사하여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것을 특징으로 
한다.   

제4 태양의 배향 처리 장치에서는 광학 마스크의 슬릿의 바로 밑 부위를 대칭 중심으로 하여 대칭으로 배
향막 표면에 대하여 경사진 방향으로부터 자외선의 확산광이 조사된다.  이에 의하여, 상기 대칭 중심을 
경계로하여 배향막에 자동적으로 2분할 배향이 생기게 된다.  이 경우, 확산광은 상기 대칭 중심으로부터 
이간함에 따라 조사 각도가 변화되고, 이에 따른 다수의 프리틸트각을 갖는 시각 특성이 우수한 액정층이 
실현된다.  

이 때, 상기 배향막으로는 제1 태양(제2 태양)의 배향막, 즉 2종류의 중합체로 되고, 자외선의 조사에 의
해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 어느 자외선 조사량을 초과하면 프리틸트각이 90
°근방의 일정치가 되는 것을 사용하는 것이 적합하다.  이러한 성질을 갖는 배향막을 사용함으로써, 슬
릿 바로밑에서는 수직 배향을 유지하고, 산란광의 조사 각도 및 조사량에 따라 액정층의 프리틸트각이 90
° 로부터 상기 일정치까지 안정적으로 분포한다.  

또, 상기 배향막으로는 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 자외
선을 더 조사함으로써 다시 수직 배향으로 복귀하는 특성을 갖는 것을 사용하여도 적합하다.  이러한 성
질을 갖는 배향막을 사용함으로써, 조사 강도가 높은 슬릿 바로밑에서의 배향을 수직 배향으로 제어할 수 
있고, 슬릿 바로밑 이외의 부위에서는 소정의 프리틸트각의 범위내에서 연속적인 배향이 생겨서 배향 불
량이 억제된다.  

제5 태양은 제4 태양에 대응한 배향 처리 방법이다.  이 경우, 분할 배향으로는 게이트 전극 및/또는 데
이터 전극의 관계에서, 상기 게이트 전극 및/또는 상기 데이터 전극으로부터 대향하는 상기 기판의 상기 
화소 중앙을 연결하는 선분 방향으로 하는 것이 적합하고, 구체적으로는 중앙으로부터 상하 2분할, 중앙
으로부터 좌우 2분할, 중앙으로부터 상하 좌우로 4분할하는 등이 고려되며, 당해 액정층에 대한 제반의 
요청에 따라 선택된다. 

또, 상술 같은 분할 배향을 실시할 때에, 게이트 전극 및 데이터 전극이 설치된 한쪽 기판과 대향하는 다
른 쪽의 기판에, 분할 배향의 경계를 따라 제방형상 부재를 형성하거나, 상기 한쪽 기판의 화소 전극에 
분할 배향의 경계를 따라 슬릿상의 누락을 형성한 것을 자외선의 피조사 대상으로 하여도 바람직하다.  
이에 의하여, 자외선 조사에 의한 분할 배향을 조장하는 동시에, 분할 위치가 명확하게 되고, 또한 확실
한 분할 배향을 행할 수 있다.  

또한 상술 같은 분할 배향을 실시할 때에, 상기 다른 쪽의 기판에 게이트 전극 또는 데이터 전극의 근방
에 이것을 따라 제방형상 부재를 형성하거나, 상기 한쪽 기판의 화소 전극에 게이트 전극 또는 데이터 전
극의 위치에 일치하도록 슬릿상의 누락을 형성한 것을 자외선의 피조사 대상으로 하여도 바람직하다.  이
에  의하여,  상기  분할  배향과  동시에,  전극  근방에서  발생하는  전계에  의한  액정  분자의  경사를 
교정하여, 디스크리네이션의 발생이 억제된다.   

제6 태양은 제4 태양과 같이 배향 처리 장치를 대상으로 한다.  이 배향 처리 장치는 자외선을 조사하는 
광원과, 상기 광원 밑에 설치되고, 슬릿이 형성되는 동시에 자외선의 산란 기구를 갖는 광학 마스크를 구
비하며, 상기 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 상기 광원으로부터 상기 광학 마스크에 자
외선을 조사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상기 배향막
에 조사하여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것을 특징으로 한다.  

이 경우, 상기 산란 기구로는 광학 마스크의 광원측의 면을 샌드 블레스트 가공하여 된 것이나, 슬릿의 
개구부분에 설치된 산란 수단(일례로서, 당해 개구부분을 샌드 블레스트 가공한 것), 당해 개구 부분에 
설치된 소정의 프리즘 등이 적합하다.  

제6 태양의 배향 처리 장치에서는 제4 태양과 마찬가지로,  광학 마스크의 슬릿의 바로밑 부위를 대칭 중
심으로 하여 대칭으로 배향막 표면에 대하여 경사진 방향으로부터 자외선의 확산광이 조사되고, 상기 대
칭 중심을 경계로 하여 배향막에 자동적으로 2분할 배향이 생긴다.  또한 광학 마스크에 자외선의 산란 
기구가 설치되어 있기 때문에, 광원으로서 산란광을 조사하는 것에 한정되지 않고 평행광을 조사하는 광
원이라도 충분히 적용가능하여, 당해 광원으로서 사용할 수 있는 램프의 적용 범위의 확충을 도모할 수 
있다.  

또한 광학 마스크의 슬릿을, 데이터 전극(게이트 전극)과 대략 평행하고 화소의 좌우(상하)의 중심 위치
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와 대략 일치하는 부위뿐만 아니라, 당해 부위와 함께, 또는 당해 부위와는 독립적으로, 데이터 전극(게
이트 전극)의 근방에 이것과 대략 평행한 부위에 위치하도록 형성하여도 적합하다.  이 경우, 상기 분할 
배향에 부가하여, 또는 상기 분할 배향과는 독립적으로, 전극 근방에서의 전계의 발생에 기인하는 액정 
분자의 경사를 교정할 수 있게 된다.  

제7 태양은 제6 태양에 대응한 배향 처리 방법이다.  이 경우, 제5 태양과 마찬가지로,  액정층에 대한 
제반의 요청에 따라 다양한 분할 배향의 패턴이 선택된다.  

제8 태양은 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치를 대상으로 한다.  이 액정 표시 장치는 한쪽 상기 기판의 상기 배향
막 밑에 화소 전극이 형성되어 있고, 상기 화소 전극의 단부에 상당하는 부위의 액정 분자에, 당해 단부
에서 발생하는 전계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력이 부여되어 있는 것을 특징으
로 한다. 

제8 태양의 액정 표시 장치에서는 상기 배향 규제력에 의해 전계에 의한 배향이 상쇄되고, 상기 단부에서
의 액정 분자의 배향이 수직 배향이 되어 디스크리네이션의 발생이 억제된다.  

제9 태양은 제8 태양에 대응한 액정 표시 장치의 제조 방법이다.  이 경우 구체적으로는 상술한 각종 광
학 마스크 등을 사용함으로써, 상기 배향 규제력의 발현이 가능하게 된다.

제10 태양은 제8 태양과 마찬가지로, 액정 표시 장치를 대상으로 하고, 한쪽 상기 기판의 상기 배향막 밑
에, 화소 전극과 당해 화소 전극 사이에 형성된 버스 라인(게이트 전극, 데이터 전극)을 갖고, 상기 화소 
전극의 상기 버스 라인 근방에 당해 버스 라인과 대략 평행한 슬릿이 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.   

제10 태양의 액정 표시 장치에서는 화소 전극에 형성된 슬릿에 의해서, 버스 라인 근방에서의 전계의 발
생에  기인하여  액정  분자를  경사지게  하는  힘이  발생하지만,  슬릿의  양측에서  액정  분자가  기울려고 
하여, 결국 갈 장소를 잃어 슬릿과 평행한 방향으로 경사지게 되어, 상기 전계에 기인하는 배향 불량이 
해소되어 디스크리네이션의 발생이 억제된다.   

발명의 실시예

이하, 본 발명을 적용한 구체적인 제 실시예에 관하여, 도면을 참조하면서 상세히 설명한다. 

(제1 실시예)

본 실시예에서는 액정의 배향막에 특징이 있는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법을 예시한다.  

도1은 본 실시예의 액정 표시 장치의 주요 구성을 나타내는 개략 단면도이다.

이 액정 표시 장치는 소정 간격을 두고 대향하는 1쌍의 투명 유리 기판(11,12)과, 이들 투명 유리 기판
(11,12)간에 협지되는 액정층(13)을 구비하여 구성되어 있다. 

한쪽 투명 유리 기판(11)상에는 절연층(14)을 통하여 복수의 화소 전극(15)이 형성되고, 화소 전극(15)을 
덮도록 투명의 배향막(16a)이 형성되어 있고, 다른 쪽의 투명 유리 기판(12)상에는 컬러 필터(17), 공통 
전극(18) 및 배향막(16b)이 차례차례 적층되어 있다.  그리고, 액정층(13)을 협지하도록 배향막(16a,16
b)을 맞대어 유리기판(11,12)이 고정되고, 각 기판(11,12)의 외측에 편광자(19,20)가 설치된다.  화소 전
극(15)은 액티브 매트릭스와 함께 형성되고, 도시한 예에서는 액티브 매트릭스의 데이터 버스 라인(21)이 
나타나 있다.  또한, 전극은 한쪽 기판에만 설치되는 경우도 있다(예를 들면, IPS모드의 경우).  

배향막(16a(16b))은 액정층(13)의 액정 분자에 대한 소정 배향성을 갖고 있고, 러빙하는 일없이 액정층
(13)으로의 경사진 방향으로부터의 자외선 조사에 의해 액정 분자의 프리틸트각을 수반한 배향이 실현되
고 있다. 

구체적으로,  배향막(16a(16b))은  자외선 조사에 따른 프리틸트각의 변화율이 다른 2종류의 중합체(x1, 
x2)를 포함하는 재료, 여기서는 한쪽 중합체(x1)가 액정 분자의 배향을 초기 상태인 수직 배향으로부터 
변화시키고, 예를 들면 랜덤 수평 배향으로 하고, 다른 쪽의 중합체(x2)가 액정 분자의 배향을 초기 상태
로 유지하는 것을 사용하고, 이들을 혼합 또는 공중합시킨 것을 포함하는 재료로 구성된다.  즉, 중합체
(x1)는 자외선에 대한 반응성이 아주 빨라, 적은 자외선 조사량으로 프리틸트각이 급감된다.  이에 비하
여, 중합체(x2)는 자외선에 대한 반응성이 아주 늦어, 자외선의 조사에 의해도 프리틸트각이 거의 변화하
지 않는다.  또한, 프리틸트각의 변화율이 다른 3종류 이상의 중합체를 혼합 또는 공중합시켜 사용하는 
것도 고려된다.

여기서, 자외선 조사에 대하여 프리틸트각의 소정 변화율을 나타내는 1종류의 중합체를 사용하여 배향막

을 구성하는 경우, 자외선 조사량(J/cm
2
)과 프리틸트각(°)의 관계는 예를 들면 도38과 같이 된다.  이 경

우, 자외선 조사량의 변화에 대한 프리틸트각의 변화량이 크기 때문에, 적정한 자외선 조사가 곤란하게 
된다. 

그래서, 자외선 조사량과 프리틸트각의 이상적인 관계로는 자외선이 적은 조사량시에 프리틸트각이 신속
하게 소망치까지 감쇄하고, 그 후는 자외선 조사량이 증가되어도 프리틸트각이 거의 당해 소망치로 유지
되게 되면 좋다.  본 실시예에서는 상기의 이상적인 프리틸트각을 실현하기 위하여, 도2에 나타내는 바와 

같이, 자외선 조사량(J/cm
2
)에 대하여 프리틸트각이 급감되는 중합체(x1)와, 프리틸트각이 자외선 조사량

에 거의 의존하지 않고 변화를 나타내지 않는 중합체(x2)를 사용하여 배향막(16a(16b))을 구성한다.   

배향막(16a(16b))의 중합체로는 수직 배향형의 폴리이미드 또는 폴리아믹산을 사용한다.  일례를 이하에 
나타낸다.  
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상기  중합체는  상기식  1에  나타내는  바와  같이,  알킬측쇄(알킬기)  R을  갖고  있고,  이것은 배향막
(16a(16b))의 표면에 랜덤하게 돌출하고 있다.  상기 표면에 자외선이 조사되면, 알킬측쇄 R을 지지하고 
있는 직쇄에 광개열(光開烈)이 생겨 절단되어, 실질적으로 알킬측쇄 R이 감소하고, 그 결과 액정 분자의 
프리틸트각이 감쇄된다.  중합체(x1)는 알킬측쇄 R를 지지하고 있는 직쇄가 중합체(x2)에 비하여 현격하
게 절단되기 쉬운 구조를 갖는다.  구체적으로는 중합체(x1)의 알킬측쇄 R을 지지하고 있는 직쇄로서 광
개열이  생기기  쉬운  부위,  예를  들면  2중  결합  부위를  마련한다.   이  2중  결합  부위에  자외선이 
조사되면,  아주 적은 조사량에서도 광개열이 생겨, 단시간에 프리틸트각의 대폭적인 감쇄가 일어나게 된
다.   

여기서, 중합체(x1,x2)의 비율을 예를 들면 각각 20%, 80%로 한다.  자외선 조사를 개시하여 소정 시간 
경과까지 중합체(x1)의 상태가 변화하여 프리틸트각을 발현시키는 알킬측쇄 R의 실질적인 양이 감소하여 
거의 0이 된다.  이에 비하여, 중합체(x2)는 중합체(x1)와 같은 알킬측쇄 R의 직쇄에 2중 결합 부위 등을 
갖지 않기 때문에, 초기 상태의 수직 배향 상태를 유지한다.  이 때문에, 상기 소정 시간 경과후에는 배
향막(16a(16b)) 전체로서 보면 알킬측쇄 R의 원래로부터의 비율이 80으로 감소한 상태에서 일정치를 유지
한 것을 의미한다.  이것은 중합체(x2)에만 자외선 조사를 실행한 경우에 결부시키면 알킬측쇄 R의 비율
이 100%로부터 80%까지 감소하고, 그 후 일정하게 되는 것에 상당한다.  즉, 중합체(x1,x2)의 비율을 각
각 20%, 80%로 하여 양자를 혼합 또는 공중합시켜 배향막(16a(16b))을 구성함으로써, 마치 중합체(x2)만
을 포함하는 재료로 되는 배향막에 자외선을 조사하고, 알킬측쇄 R의 비율이 원래 80%에 도달한 상태가 
유지되고, 당해 상태에 상당하는 안정한 프리틸트각이 실현된다.  

다음에, 상기와 같은 특성을 갖는 적합한 배향막을 실현하기 위한 중합체(x1,x2)의 구체적인 선택 기준에 
대해서 설명한다.  배향막 표면으로의 자외선 조사 시간(분)과 표면 자유 에너지(γs: 단위 면적당히 헬
름 홀츠 자유 에너지)의 관계를 도3에 나타낸다.  양자는 어느 상태에 달할 때까지는 비례 관계에 있고, 
자외선 조사량이 적을 때는 표면 에너지도 작고, 자외선의 조사에 수반하여 표면 자유 에너지는 크게 되
고, 최종적으로는 거의 일정치가 된다. 여기서, 도4a에 나타내는 바와 같이, 자외선의 조사 시간의 증가
에 수반하여 표면 자유 에너지가 커지면, 액정 주입시에 주입구로부터 소위 주입줄이 발생한다.  또한 조
사 시간이 증가하면 이미 초기의 수직 배향성을 나타내지 않고, 수평 랜덤 배향으로 이행한다.  즉 본 발
명자들은 자외선 조사 시간(조사량)이 증가함에 따라 표면 자유 에너지는 영역(1): 수직 배향을 나타내는 
상태,  영역(2):  유동배향이나  스페이서  근방의  불량이  발생하지  않고,  양호한  화상  표시가  실현하는 
상태, 영역(3): 유동배향에 의해 주입줄이 발생하는 상태, 영역(4): 수평 랜덤 배향을 나타내는 상태로 
차례차례 이행하는 것을 발견하였다.  

또한 도4b에 나타내는 바와 같이, 표면 자유 에너지를 기준으로 하여 배향막을 분류하면, 배향막을 구성
하는 중합체의 성질에 의해서, 소량(단시간)의 자외선 조사에 의해 영역(4)으로 이행하고, 수평 랜덤 배
향이 되는 것(배향막A), 자외선 조사 시간의 경과에 의해 영역(3)으로 이행하고, 거의 이 상태에서 멈추
는 것(배향막B), 또 영역(1)에 멈추고, 초기의 수직 배향을 유지하는 것(배향막C)의 3종류가 존재하다.  
따라서, 배향막(A~C)을 적당히 조합함으로써, 이상적인 상태인 영역(2)을 실현할 수 있음이 시사된다.  

배향막(A,B) 및 배향막(A,C)의 각 조합에 의한 자외선 조사량과 프리틸트각의 관계를 도4c에 나타낸다.  

배향막(A,B)을 조합한 경우에서는 자외선 조사량의 증가에 수반하여 프리틸트각은 완만하게 계속 내려가
서, 마진의 향상에 기여하지 않고, 양호한 배향도 실현되지 않는다.  이에 비하여 배향막(A,C)을 조합한 
경우에는 자외선 조사량의 변화에 의해서도 프리틸트각이 거의 변화하지 않는 영역이 실현되어, 마진이 
넓은 배향이 실현된다.

상술한 바와 같이, 중합체(x1,x2)로는 프리틸트각의 발현에 대하여 양극단의 성질을 나타내는 것, 즉 중
합체(x1)가 소량(단시간)의 자외선 조사에 의해 수평 랜덤 배향이 되는데 비하여, 중합체(x2)는 그대로 
초기의 수직 배향을 유지하는 것이 적합하다.  따라서, 표면 자유 에너지를 기준으로 하여, 중합체(x1)를 
배향막(A)(의 중합체), 중합체(x2)를 배향막(C)으로서 선택하는 것이 적합하다.   

계속해서,  액정  표시  장치의  제조  방법에서,  본  실시예의  주요  공정인  배향  처리  공정에  대해서 
설명한다.  
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먼저, 투명 유리 기판(11)에 대해서는 표면에 절연막(14)을 적층 형성한 후, 컬러 필터(17) 및 화소 전극
(15)을 차례차례 형성한다.  한편, 투명 유리 기판(12)에 대해서는 표면에 컬러 필터(17) 및 공통 전극
(18)을 차례차례 형성한다.

다음에, 투명 유리 기판(11,12)의 각각의 표면에, 상기의 성질을 갖는 중합체(x1,x2)로서, 예를 들면 일
본 합성 고무 주식 회사제의 수직 배향형의 폴리이미드 또는 폴리아믹산(식1 참조)을 사용하고, x1, x2를 
2:8의 비율로 혼합 또는 공중합시켜 투명 유리 기판(11,12)의 각 표면에 배향막(16a,16b)을 형성한다.  
그리고, 도5에 나타내는 배향 처리 장치를 사용하여 당해 피막에 이하에 나타내는 배향 처리를 실시한다.   

배향 처리 장치는 무편광의 자외선을 조사하는 광원(31)과, 미러(32)와, 배향막(16a(16b))이 형성된 투명 
유리 기판(11(12))을 지지하는 홀더(33)를 구비하여 구성되어 있다.  홀더(33)는 자외선의 광축에 대하여 
경사져서  투명  유리  기판(11(12))을  지지한다.  즉,  광원(31)으로부터의  평행한  자외선이 배향막

(16a(16b))의 표면에 대하여 θ= 45°의 각도(또는 45°이하의 소정 각도)로 입사하도록 되어 있다. 

광원(31)은 쇼트 아크형의 크센논 수은 램프이며, 포물면 리플렉터(3104a)를 포함하여 무편광의 자외선을 
거의 평행하게 조사하는 것이며, 당해 자외선 파장의 스펙트럼 분포는 250nm 근방에서 피크를 갖는다.  
이 스펙트럼 분포에서, 300nm 이상의 파장 성분은 프리틸트각의 발현에 기여하지 않는 것으로 알려져 있
어, 유효하게 프리틸트각을 발현시키는 것을 고려하여 파장이 280nm 이하의 자외선을 사용하는 것이 적합
하다.  또한, 조사하는 자외선으로는 편광으로서 갖는 P파 및 S파에 대하여, P파가 S파보다 많은 상태 혹
은 P파만의 상태의 것을 사용하여도 좋다.   

상기 구성의 배향 처리 장치를 사용하고, 배향막(16a(16b))의 표면에 경사 45° 의 각도로 자외선을 조사

한다.  이 때, 중합체(x1)는 자외선 조사량이 수10(mJ/cm
2
)에서 프레틸트각이 감소하고, 중합체(x2)는 자

외선  조사량이 수(J/cm
2
)에서도  프리틸트각에  거의  변화가  없기  때문에,  자외선  조사량을 1(J/cm

2
)로 

한다.   

또한, 중합체(x1,x2)가 각각 상기 각 성질을 확실하게 나타내는 것을 고려하여, 자외선 조사량과 프리틸

트각의 관계에 대하여, 중합체(x1)에 대해서는 자외선 조사량이 0.5(J/cm
2
) 이하에서 프리틸트각의 변화가 

2°이상이 되고, 중합체(x2)에 대해서는 자외선 조사량이 1(J/cm
2
) 이하에서 프리틸트각의 변화가 0.5°이

하가 되는 것이 적합하다.  

이들 조건에서 실제로 자외선 조사를 행한 결과, 도6에 나타내는 바와 같이, 약89°의 안정한 프리틸트각

을 실현할 수 있고, 자외선 조사량이 1±O.3(J/cm
2
) 범위에서의 틸트각의 변동은 O.1 이하였다.  따라서, 

자외선의 경사진 조사에 수반하여 조사량에 변동이 생겨도, 안정한 소망하는 프리틸트각이 얻어짐을 알았
다.

계속해서, 1쌍의 투명 유리 기판(11,12)간에 액정을 주입하여 액정층(13)을 형성한 후, 주입구를 봉지한
다.  그 후, 여러 가지의 후속 공정을 거쳐서, 액정 표시 장치를 완성시킨다.   

이상 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, 간단한 구조로, 러빙을 행하는 일없이 간편한 배향 처리가 
가능하고, 액정층(13)의 액정 분자의 적정한 프리틸트각을 매우 안정하고 또한 용이하게 얻을 수 있는 배
향막(16a(16b))을 구비한 액정 표시 장치를 실현할 수 있다.   

(제2 실시예)

본 실시예에서는 액정 표시 장치의 구성 요소인 배향막에 분할 배향을 실시할 때에 사용하는 배향 처리 
장치 및 방법을 예시한다.  

먼저 처음에, 본 실시예의 개략적 골자에 대해서 설명한다.  

도7은 본 실시예의 배향 처리 장치의 주요 구성을 나타내는 모식도이다.  

이 배향 처리 장치는 자외선의 산란광을 조사하는 광원(101)과, 광원(101)밑에 설치되고, 슬릿(111)이 형
성된 광학 마스크(102)를 구비하여 구성된다.   

광원(101)은 산란성을 갖는 자외선 램프를 사용한다.  예를 들면, 튜브 타입의 저압 수은 램프가 이에 해
당한다.  형상은 통상의 긴 형광등과 같지만, 기체의 성분 혹은 중광관의 유리의 재질이 달라서, 자외선, 
특히 파장 25Onm 부근의 산란광이 조사된다.   

광학 마스크(102)를, 배향막(103)의 도포 혹은 인쇄된 기판(104)로부터 일정한 거리, 예를 들면 50㎛ 떨
어져 설치한다.  광학 마스크(102)에는 산란한 자외선을 투과시키도록 슬릿(111)이 형성되어 있다.  광원
(101)으로서 수은 램프를 이 광학 마스크(102) 위에 도7중 화살표의 방향으로 스캔시키면, 슬릿(111)을 
중심으로 퍼지는 확산광을 생성하여, 당해 확산광이 배향막(103)에 조사되어, 슬릿(111) 바로밑을 경계로 
하여 확산광 경사의 확산 방향에 의존한 2분할 배향이 형성된다.  이와 같이 1회의 자외선 조사에 의해 
경사의 2분할 배향을 실현시키는 기술이 본 실시예의 제1 골자이다. 

제1 골자는 광학 마스크(102)의 슬릿(111)의 바로밑 부위를 대칭 중심으로 하여 대칭으로 배향막(103)의 
표면에 대하여 경사진 방향으로부터 자외선의 확산광이 조사된다.  이것에 의해서, 상기 대칭 중심을 경
계로 하여 배향막(103)에 자동적으로 2분할 배향이 생기게 된다.  이 경우, 확산광은 상기 대칭 중심으로
부터 이간함에 따라 조사 각도가 변화하고, 이에 따른 다수의 프리틸트각을 갖는 시각 특성이 우수한 액
정층이 실현한다.  이러한 배향막은 (1) 액정 분자가 넘어지는 방향이 서로 역방위인 것, (2) 넘어지는 
중심 부분에서의 배향은 수직 배향인 것, (3) 배향막의 표면 에너지의 크기는 슬릿에 가까울수록 크거나 
또는 작은 것 등의 성질을 가지기 때문에, 당해 배향막을 구비한 액정 표시 장치는 액정에 소정의 경계에
서 복수의 분할 배향이 실시되어 있어, 배향막의 표면 에너지는 상기 배향 분할의 경계에서 최대치 또는 
최소치가 되고, 경계로부터 떨어질수록 작거나 또는 커지게 된다.   
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또한 제1 골자의 구성에 의하면, 광학 마스크(102)에 휨이 생겨도, 별로 영향을 받는 일없이 소기의 분할 
배향이 얻어진다.  이것은 예를 들면 도8에 나타내는 바와 같이, 광학 마스크(102)가 휜 경우에도 원래의 
산란광은 광학 마스크(102)에 대하여 수직인 방향으로부터 입사되므로, 광이 조사되는 대칭 중심은 변화
하지 않기 때문이다.  단, 돌아 들어오는 광의 범위는 변화하므로, 이 마진을 예상하여 광학 마스크(2)와 
기판의 간극, 슬릿(111)의 폭을 설계할 필요가 있다.   

또한 본 실시예에서는 제1 실시예의 액정 표시 장치의 주요 구성인 배향막, 즉 2종류의 중합체로 되고, 
자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 어느 자외선 조사량을 초과하
면 프리틸트각이 90°근방의 일정치가 되는 것을 사용하는 것이 적합하다.  이러한 성질을 갖는 배향막을 
사용함으로써, 슬릿(111)의 바로밑에서는 수직 배향을 유지하고, 산란광의 조사 각도 및 조사량에 따라 
액정층의 프리틸트각이 90°로부터 상기 일정치까지 안정적으로 분포한다.   

또, 배향막으로는 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 또한 자외
선을 조사함으로써 다시 수직 배향으로 복귀하는 특성을 갖는 것을 사용하여도 적합하다.  이 경우에서의 
배향막의  자외선  조사에  수반하는  틸트각의  변화를  도9에  나타낸다.   자외선  조사량을  증가시킴에 
따라서, 수직 배향으로부터 경사진 수직 배향으로 이행하고, 자외선을 더욱 조사하면 다시 프리틸트각은 
작아져서 수직 배향이 된다.  

이 경우, 자외선이 많이 조사되는 슬릿(111)의 바로밑이라도 배향은 수평 배향으로는 되지 않고 수직 배
향이 되므로, 배향 흩어짐은 생기지 않는다.  이 슬릿(111)의 바로밑에는 자외선이 많이 조사되어, 통상
의 배향막에서는 수평 배향이 되고, 배향 방위가 규정되지 않기 때문에 전압이 인가되어 있지 않을 때의 
흑표시 상태에서도 희게 빛나는 배향 불량 영역이 된다.  이에 비하여, 본 실시예와 같은 배향막을 사용
하고 있는 경우에는 배향은 연속적으로 되어 배향 불량이 생기는 일없이 수직 배향이 될 뿐으로 흑표시의 
상태에서도 확실하게 화면 전체가 검게 된다.  즉 이러한 성질을 갖는 배향막을 사용함으로써, 조사 강도
가 높은 슬릿 바로밑에서의 배향을 수직 배향으로 제어할 수 있고, 슬릿 바로밑 이외의 부위에서는 소정
의 프리틸트각의 범위내에서 연속적인 배향이 생겨서 배향 불량이 억제된다.  

이와 같이 당해 배향 처리 장치를 사용하여 적합한 분할 배향이 실시되도록 우수한 배향막을 사용하는 것
이 본 실시예에서의 제2 골자이다.   

또한 본 실시예에서는 도10a에 나타내는 바와 같이, 2분할 배향을 행하는 경우의 구체적인 배향 상태, 및 
제방형상 부재를 병용하는 것에 알맞는 액정 패널 구조를 개시한다.  이것이 기본적인 구성이고, 이 방식
이 4분할 배향의 경우에도 원용되고 있다.  화소 전극(118)의 상하의 게이트 전극(113)으로부터 화소 중
앙을 향해 액정층(114)의 액정 분자가 경사져서 배향하도록 설정, 또는/및 화소 전극(118)의 좌우의 데이
터 전극(115)으로부터 화소 중앙을 향해 액정 분자가 경사져서 배향하도록 설정된다.   또한 TFT 기판
(104a)측에는 광학 마스크(102)의 슬릿(111)을 화소 중앙에 설정하여 자외선을 조사하고, 대향하는 CF측 
기판(104b)에서는  마찬가지로  자외선을  경사지게  조사한다.   또한  TFT  기판(104a)  또는/및   CF 기판
(104b)상에 수지 등으로 되는 제방형상 부재(116)를 설치하여 배향방향의 규제를 도울 수 있게 된다.  이
들이 본 실시예에서의 제3 골자이다.   

제3 골자는 예를 들면 도10a에 나타내는 바와 같이, 게이트 전극(113)으로부터의 누설 전계에 의한 배향
규제와 동일한 방향으로 액정층(112)의 배향규제를 한다.  이에 의하여 게이트 전극(115)근방으로부터 배
향은 연속적으로 변화하여 디스크리네이션이 생기는 일이 없다. 예를 들면, 도1Oa에서의 액정의 배향을 
역으로 한 경우에는 도10b중의 파선의 원으로 나타낸 부위 부근에 디스크리네이션이 생긴다.  이에 비하
여 본 실시 형태에서는 광배향을 사용하고 있기 때문에, 배향규제는 표시 전극면 전체에 생기고, 응답은 
빠르고, 또한 디스크리네이션도 발생하지 않는다.   

여기서, 제방형상 부재의 작용에 대해서 언급해 둔다.  현재, 제방형상 부재를 설치하여 배향을 제어하는 
수법이 실용화되어 있고, 이 디스플레이에서는 제방형상 부재의 측면의 경사를 이용하여 액정의 배향을 
규제하는 것이다.  본 실시예에서는 이 제방형상 부재의 작용을 활용하고 있다.  제방형상 부재만을 이용
한 조합에는 인접하는 제방형상 부재의 간극을 좁게 할 필요가 있다.  예를 들면 30㎛ 정도 간극을 취하
는 것이 바람직하다. 그렇지만 이 경우, 제방형상 부재가 표시 화소내에 많이 존재하게 된다.  본 실시예
에서는 광배향이 사용되고 있으므로 제방형상 부재의 간극을 넓게 할 수 있다.  그런데, 광배향을 행하는 
경우에는 제방형상 부재가 반드시 적극적으로 배향 규제력을 가질 필요는 없다.  광배향으로 배향을 행한 
경우에는 도1Oa에 나타내는 중앙 부분의 위치가 확실하게 결정되지 않을 가능성이 있다.  예를 들면, 광
학 마스크의 슬릿의 폭이 20㎛ 정도 경우에는 그 중앙에 배향 분할의 중심을 확실하게 가져 오는 것은 어
렵다고 생각된다.  이 배향 분할의 분할 지점을 제방의 형성에 의해 확실하게 하는 것이 본 실시예에서의 
제방형상 부재의 큰 역할이다.  

이상 설명한 제1~제3 골자의 내용을 근거로 하여, 본 실시예의 구체적 구성에 대해서 설명한다.  

광배향을 하게 하기 위한 배향막으로는 수직 배향성 혹은 수평 배향성의 폴리이미드, 폴리아믹산, 가교형
의 수지 필름(예를 들면 포리비닐신나메이트 등)을 사용했다.  재료에 대해서는 이들에 한정되지 않음은 
말할 필요도 없고 또, 수직 배향, 수평 배향에 한정되는 것도 아니다.  본 실시예에서는 수직 배향성의 
폴리이미드를 사용한 구성으로 하여 설명한다.  

배향은 바람직하게는 초기 상태에서는 수직 배향이다.  액정으로는 유전율의 이방성이 부의 액정, 특히 
불소계의 액정을 사용했다.  또, 제방형상 부재의 재료로는 양각형의 포토레지스트를 사용했다.   

도11은 본 실시예의 배향 처리에 사용하는 광원(램프)의 구성을 나타내는 모식도이고, 도11a가 램프의 길
이 방향을 따른 단면도, 도11b가 램프의 너비 방향을 따른 단면도이다.  

램프(121)로는 우시오전기 주식 회사제의 저압 수은 램프를 사용했다.  도11b에 나타내는 바와 같이, 램
프(121)인 튜브상의 자외선 발광관과 피조사체인 배향막(103)의 표면 사이에는 직접광이 당해 피조사물에 
도달하지 않도록 차폐판(122)이 설치되고, 배면에는 적외선을 반사하지 않는 소위 콜드 미러(123)를 설치
하고 있다.  이 램프 구성에서는 도11a에 나타내는 바와 같이, 램프(121)의 길이 방위에는 자외선은 랜덤
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하게 조사됨에 비해, 램프(121)의 너비 방위에는 거의 광학 마스크(102)와 수직으로 자외선이 조사된다.   

이 경우, 도11a에 나타내는 바와 같이, 광학 마스크(2)의 슬릿(111)과 램프(121)가 직교하도록 설정했다.  
이것에 의해 슬릿(111)으로부터는 당해 슬릿(111)의 너비 방향으로 누출하는 형태로 광이 경사져 배향막
(103)에 조사되게 된다.  그리고, 도12에 나타내는 바와 같이, 슬릿(111)에 대하여 램프(121)를 수직으로 
유지한 채 주사하고, 배향막(3) 전체에 산란광이 균일하게 조사되도록 했다.  물론 이 구성에 한정될 필
요는 없고, 램프(121)의 설치 방향을 90°다르게 하는 것도 가능하고, 램프(121)의 바로밑에 설치되어 있
는 차폐판(122)을 제거하고, 램프(121)로부터 직접 산란광을 조사하면서 배향막(103)의 표면을 향하는 자
외선을 적극적으로 사용할 수도 있다.  그렇지만, 본 실시 형태의 차폐판(122)과 콜드 미러(123)의 조합
에 의해서, 본래 액정 분자가 기울려는 방향, 즉 슬릿(111)이 뻗는 방향과 수직인 방향과는 다른 방향으
로 광이 조사될 가능성이 작아져, 배향이 보다 안정적이고 또한 확실하게 실현된다.   

슬릿(111)으로부터 돌아 들어오는 형태의 광은 무편광이어도 좋고 편광이어도 좋지만, 수직 배향의 배향
막을 사용한 경우에, 무편광을 사용할 수 있다.  광의 조사 방법으로 광을 돌아 들어오게 하여 조사하기 
때문에, 프록시미티 노광이 된다.  여기서, 광학 마스크(102)와 배향막(103) 거리는 수㎛~1OO㎛ 정도가 
바람직하다.  이 범위를 벗어나면, 광의 돌아 들어옴이 충분하지 않아서, 배향이 얻어지지 않거나 또는 
분할 배향의 경계를 규정하는 일이 어렵게 되는 등의 폐해가 발생할 우려가 있다.  

또, 광학 마스크(102)의 슬릿(111)의 폭으로는 수㎛~100㎛정도가 바람직하다. 이 범위를 벗어나면, 마찬
가지로 광의 돌아 들어옴이 충분하지 않게 되어, 배향 불량이나 분할 배향의 경계를 규정하는 일이 어렵
게 되는 등의 폐해가 발생할 우려가 있다.

이하, 본 실시예의 분할 배향을 TFT-LCD에 적용한 제반 예에 대해서 설명한다. 

도13은 TFT-LCD에 상하로 2분할 배향한 일례를 나타내는 모식도이고, 도13a가 화소 전극 근방의 확대 평
면도, 도13b가 CF 기판측의 배향 처리시의 단면도, 도13c가 TFT 기판측의 배향 처리시의 단면도이다.  

자외선의 조사는 슬릿(111)으로부터 산란한 광을 조사하지만, 도13b에서는 슬릿(111)은 게이트 전극(11
3)과 평행으로 또한 게이트 전극(113) 근방을 따라 배치하여 CF 기판(104b)에 대하여 자외선을 조사하고 
있다.  도13c에서는 슬릿은 축적 용량(Cs)전극(117)(게이트 전극(113))과 평행으로 또한 CS 전극(117)과 
일치한 위치에 배치되어 TFT 기판(104a)에 대하여 자외선이 조사되고 있다.  이들 도13a, 도13b 모두, 
TFT 기판(104a)의 게이트 전극(113)으로부터 CF 기판(104b)의 화소 전극(118)의 상하 중앙을 향하는 방향
으로 액정 분자가 경사지도록 산란광의 조사가 행해지고 있다.  

이 광조사에 부가하여, 제방형상 부재(116)를 병설하는 것이 가능하며, CF 기판(104b)측에는 화소 전극
(118)의 중앙 부근에 게이트 전극(113)(CS 전극(117))과 평행하게 설치하는 것이 유효하다.  또한, 광조
사에 부가하여 제방형상 부재(l16)를, TFT 기판(104a)측의 게이트 전극(113)과 거의 일치하는 위치에 게
이트 전극(113)(CS 전극(117))과 평행하게 설치하는 것이 유효하다.   

도14는 TFT-LCD에 좌우로 2분할 배향한 일례를 나타내는 모식도이고, 도14a가 화소 전극 근방의 확대 평
면도, 도14b가 CF 기판측의 배향 처리시의 단면도, 도14c가 TFT 기판측의 배향 처리시의 단면도이다.  

CF 기판(104a)측에 대해서는 자외선 조사의 슬릿(111)을 거의 데이터 전극(115)의 위치에 일치하여 데이
터 전극(115)과 평행하게 설치하여 자외선을 조사한다.  TFT 기판(104b)측에 대해서는 슬릿(111)을 화소 
전극(118)의 좌우 중앙 부분에 데이터 전극(115)과 평행하게 설정하여 산란광을 조사한다.  이에 의하여, 
액정 분자가 TFT 기판(104b)측의 데이터 전극(115)으로부터 CF 기판(104b)의 화소 전극(118)의 좌우 중앙 
부분을 향해 경사지도록 배향된다.  이것은 데이터 전극(115)으로부터의 경사 누설 전계에 의한 배향 방
향과 일치한다.  여기서, 이 배향을 안정시키는, 특히 배향의 경계 부분의 디스크리네이션 발생 위치를 
고정하는 것을 감안하여, 제방형상 부재(116)를 형성하는 것이 유효하다.   

이 경우, CF 기판(104a)측에 대해서는 화소 전극(118)의 중앙을 상하로 질주하는 형태로 제방형상 부재
(116)를 형성하는 것이 유효하고, TFT 기판(104b)측에 대해서는 데이터 전극(115)과 거의 일치하는 위치
에 데이터 전극(115)과 평행하게 제방형상 부재(116)를 형성하는 것이 유효하다.   

도15와 도16은 TFT-LCD에 상하 좌우로 4분할 배향한 일례를 나타내는 모식도이고, a가 화소 전극 근방의 
확대 평면도, b가 데이터 전극을 따른 배향 처리시의 단면도, c가 게이트 전극을 따른 배향 처리시의 단
면도이다.  

도15와 도16 모두 액정 분자의 경사로서, CF 기판(104a)을 지면 앞에 둔 경우에, TFT 기판(104b)의 화소 
전극(118)의 4 구석에서 화소 전극(118)의 중앙을 향해 액정 분자가 넘어지는 방향으로 배향 방향을 실현
하는 것이다.  화소 전극(118)상에는 상하 좌우로 4분할 배향되어 있고, 오른쪽 위의 영역에서는 액정 분
자는 평균하여 북동에서 남서를 향해 넘어지도록 배향되고, 이하 마찬가지로 액정 분자의 경사는 오른쪽 
아래에서는 남동에서 북서로 왼쪽 아래에서는 남서에서 북동으로 왼쪽 위에서는  북서에서 남동으로 향해 
넘어지도록 배향된다.

이 경사 45°로 액정 분자를 경사시키는 데에는 CF 기판(104a)측의 배향과 TFT 기판(104b)측의 배향을 90
°방향의 진정한 방향으로 하고, 이들 2개의 방위의 중간 방위를 향해 액정 분자가 넘어지도록 한다.  이 
배향 방향의 원리에 대해서는 예를 들면, Digest of AM-LCD(98)에 개시되어 있다.  여기서, 액정 분자를 
북동에서 남서를 향해서 경사시키는 경우, (1) TFT 기판(104b)측을 남쪽을 향하여 넘어지도록 배향 처리
하고, CF 기판(104a)측을 서쪽을 향해 넘어지도록 처리하는 수법과, (2) TFT 기판(104b)측을 서쪽을 향해 
넘어지도록 배향 처리하고, CF 기판(104a)측을 남쪽을 향해 넘어지도록 배향 처리하는 수법, 2개의 수법
이 고려된다.

도15는 (1)에 나타낸 수법에 의한 배향 처리를 나타내고 있다.  TFT 기판(104b)측에는 자외선 조사의 광
학  마스크의 슬릿을 CS  전극(117)의  근방에  CS  전극(117)과  평행하게 설치하여 산란광을 조사한다(도
15b).  CF 기판(104a)측에는 자외선 조사의 광학 마스크의 슬릿을 데이터 전극(115)의 근방에 데이터 전
극(115)과 평행하게 설치하여 산란광을 조사한다(도15c).  또한 제방형상 부재(116)를 TFT 기판(104b), 
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CF 기판(104a)의 양쪽에 설치하는 것이 유효하다.  TFT 기판(104b)측에는 데이터 전극(115) 및 게이트 전
극(113)의 근방에 데이터 전극(115) 및 게이트 전극(113)과 각각 평행이 되도록 제방형상 부재(16)를 형
성한다.  이에 의하여 액정의 4분할 배향을 돕는 작용이 있다.  또, CF 기판(104a)측에는 화소 전극(11
8)의 중앙으로부터 상하 좌우로 뻗는  형태로 제방형상 부재(116)를 형성한다.  상술한 바와 같이, 이 제
방형상 부재의 작용으로는 배향 분할의 분할의 경계를 확정하는 것을 돕는 작용을 하고 있다.  

도16은 (2)에 나타낸 수법에 의한 배향 처리를 나타내고 있다.  CF 기판(104a)측에는 자외선 조사의 광학 
마스크의 슬릿을 게이트 전극(113)의 근방에 게이트 전극(113)과 평행하게 설치하여 산란광을 조사한다
(도16b).  TFT 기판(104b)측에는 자외선 조사의 광학 마스크의 슬릿을 화소 전극(18)의 좌우 중앙 근방에 
데이터 전극(115)과 평행하게 설치하여 산란광을 조사한다(도16c).  또한 제방형상 부재(116)를 TFT 기판
(104b), CF 기판(104a) 양쪽에 설치하는 것이 유효하다.  TFT 기판(104b)측에는 데이터 전극(115) 및 게
이트 전극(113)의 근방에 데이터 전극(115) 및 게이트 전극(113)과 각각 평행하게 제방형상 부재(116)를 
형성했다.  이에 의하여 액정의 4분할 배향을 돕는 작용이 있다.  또, CF 기판(104a)측에는 화소 전극
(118)의 중앙으로부터 상하 좌우로 뻗는 형태가 되도록 제방형상 부재(116)를 형성했다.   

여기서, 배향 분할된 액정 표시 장치의 화소내의 배향막의 표면 에너지로서, 분할 경계의 표면 에너지가 
최대가 되고, 경계로부터 떨어진 부위에서 최저가 된다.  이것은 자외선의 조사량 자체가 화소내에서 다
르기 때문이다.  슬릿 바로밑이 분할의 경계가 되지만, 이 부분에 최고로 자외선이 조사되기 때문에 표면 
에너지는 최대가 되고, 경계에서 떨어진 부분에는 누출광이 조사될 뿐이므로 자외선의 조사량 절대치가 
작아 표면 에너지는 커지지 않는다.

도17은 TFT-LCD에 상하 2분할 배향한 경우에서, 데이터 전극으로부터의 횡전계에 의한 배향의 혼란을 CF 
기판측에 설치한 제방형상 부재에 의해 억제하는 구성의 모식도이고, 도17a가 화소 전극 근방의 확대 평
면도, 도17b가 데이터 전극을 따른(선분C-D을 따름) 배향 처리시의 단면도, 도17c가 게이트 전극을 따른
(선분 A-B을 따름) 배향 처리시의 단면도이다.   

도17a에 나타내는 바와 같이, CF 기판(104a)측에서, 화소 전극(18)의 중앙 좌우 방향 및 데이터 전극(1
5)에 대향하는 부분에, 데이터 전극(15)과 평행하게 제방형상 부재(116)를 형성한다.  이 데이터 전극
(115)과 평행하게 설치되어 있는 제방형상 부재(116)의 효과를 도17c에 의거하여 설명한다.  데이터 전극
(115)으로부터의 전계에 의해 데이터 전극(115) 근방의 액정 분자는 화소 중앙을 향해 넘어지도록 배향하
려고 한다.  이에 비하여, 대향하는 CF 기판(104a)상에 설치된 제방형상 부재(116)는 그 사면(斜面)의 효
과에 의해 액정 분자를 화소 전극(118)으로부터 멀어지는 방향으로 경사시키는 작용을 한다.  이들 효과
가 서로 상쇄하여, 액정 분자는 화소 중앙을 향해 넘어지는 일없이 균일하게 상하 방향을 향하게 된다.   

또한 이 경우, 도18에 나타내는 바와 같이, 데이터 전극(115)과 서로 맛서는 제방형상 부재(116)의 단부
를 TFT 기판(104b)의 화소 전극(118)의 단부와 일부 중첩하여 대향하도록 형성한다.  이 중첩 부분(116
a)의 폭과 화소 전극(118)의 단부에서의 배향 불량의 폭의 관계를 도19에 나타낸다.  이와 같이 중첩 부
분(116a)의 폭을 1㎛ 이상, 바람직하게는 2㎛ 이상으로 함으로써, 배향 불량의 발생을 억제할 수 있다.  
그리고, 실제로 중첩 부분(116a)을 형성할 때, 마춤 편차를 3㎛정도 확보하고, 중첩 부분(116a)의 폭을 
확실하게 1㎛ 이상 얻는 것을 고려하고, 화소 전극 등의 기능을 해치지 않는 정도에서 중첩 부분(116a)의 
상한을 5㎛로 하면, 1㎛(필요한 폭의 하한)+3㎛(마춤 편차)~5㎛(필요한 폭의 상한)+3㎛(마춤 편차)=4㎛ 
이상 8㎛ 이하, 5㎛ 이상 8㎛ 이하로 설계한다.  이에 의하여, 배향 불량의 발생을 충분히 방지할 수 있
다.  

여기까지, CF 기판(104a)상 또는 TFT 기판(104b)상에 제방형상 부재(16)를 형성하는 구성을 
상술하였으나, 이들 제방형상 부재(116) 대신에, 화소 전극(118)에서 전극 부분이 없는 슬릿상의 누락으
로서 형성하여도, 동일한 효과를 얻을 수 있다.  구체예를 도20에 나타낸다.  여기서,  도20a가 도13a에 
대응하며, 화소 전극(118)의 CS 전극(117)(게이트 전극(113))과 평행하고 또한 CS 전극(117)과 일치한 위
치에 슬릿상의 누락(131)이 형성된 경우, 도20b가 도14a에 대응하며, 데이터 전극(115)과 평행하고 또한 
화소 전극(118)의 중앙 부위에 상당하는 위치의 화소 전극(118)에 슬릿상의 누락(131)이 형성된 경우, 도
20c가 도15a에 대응하며, 화소 전극(118)에 십자상으로 슬릿상의 누락(131)이 형성된 경우를 각각 나타낸
다.  

도21은 배향 상태가 양호하게 된 광학 마스크의 슬릿의 폭 및 광학 마스크와 기판의 거리(거리(A))의 최
적값에 대한 검토 결과를 나타내는 특성도이다.  슬릿의 폭이 3㎛~100㎛, 마스크와 기판의 거리가 3㎛
~100㎛ 시에 양호한 배향을 실현할 수 있다.  또한 광학 마스크와 기판의 거리는 50㎛~100㎛ 정도가 바람
직하고, 슬릿의 폭과 거리(A)가 거의 동일하던가, 슬릿의 폭은 거리(A)와 동일 정도로부터 1/20 정도의 
범위로  설정했을 때에 특히 양호한 배향을 실현할 수 있다.   

이상 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, 자외선을 사용한 배향 처리를 최소한의 공정수로 정확하게 
행하여,  2분할  혹은  4분할  배향의  디스크리네이션  라인이  적은  수직  배향형의  액정  표시  장치가 
실현되고, 그 결과, TN형 모드를 사용한 경우와 손색이 없는 밝은 화면을 실현할 수 있다.  또한 응답 속
도도 제방형상 부재를 많이 설치한 소위 MVA형의 액정 표시 장치와 동일 또는 그 이상의 고속 응답성을 
실현할 수 있다. 

(제3 실시예)

본 실시예에서는 액정 표시 장치의 구성 요소인 배향막에 분할 배향을 실시할 때에 사용하는 배향 처리 
장치 및 방법을 예시한다.  

본 실시예에서도, 제2 실시예와 같은 배향막, 즉, 2종류의 중합체로 되고, 자외선의 조사에 의해 수직 배
향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하여, 어느 자외선 조사량을 초과하면 프리틸트각이 90°근방의 
일정치가 되는 것이나, 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 자외
선을 더 조사함으로써 다시 수직 배향으로 복귀하는 특성을 갖는 것을 사용하면 적합하다.  

도22는 본 실시예의 배향 처리 장치의 주요 구성을 나타내는 개략 단면도이다.
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자외선의 단파장 영역(예를 들면 254nm)을 투과시키는 성질을 갖는 석영 유리를 광학 마스크(201)의 재료
로 한다.  광학 마스크(201)의 한쪽 면에는 금속 크롬에 의한 마스크 패턴이 형성되어 있다.  마스크 패
턴은 금속 크롬에 스트라이프 형상의 슬릿(211)이 설치되어 된다.  스트라이프 형상의 슬릿(21l)은 배향 
분할을 행하는 화소의 피치와 같은 피치로 나란히 늘어놓는다.  일례를 들면, 화소 피치가 200㎛인 경우, 
슬릿(211)의  폭이  10㎛,  슬릿(211)으로부터  근처의  슬릿(211)까지의  금속  크롬  패턴의  폭이  190㎛가 
된다.

광학 마스크(201)의 광원측의 면에는 평행광을 산란광으로 하는 산란 기구(221)가 형성되어 있다.  구체
적으로는 상기 광원측의 면에 샌드 블레스트 가공을 실시함으로써, 불투명 유리상으로 한다.   

다음에, 유리 기판(202)상의 배향막(203)에 자외선을 조사한다.  TFT 기판(204b)측에 자외선을 조사하는 
경우의 광학 마스크(201)의 배치는 스트라이프 형상의 슬릿(211)의 위치가 데이터 전극과 평행하게 화소
의 좌우의 중심 위치와 거의 일치하도록 배치한다.   

한편, 반대로 대향 기판(CF 기판)(204a)측에 자외선을 조사하는 경우의 광학 마스크(201)의 배치는 스트
라이프 형상의 슬릿(211)의 위치가 대향 기판(204a)에서 TFT 기판(204b)의 데이터 전극의 위치에, 데이터 
전극과 평행한 방향으로 배치한다. 

이상과 같이 광학 마스크(201)를 배치한 후에, 광학 마스크(201)의 광원측의 면에 대하여 수직으로, 평행
광의 자외선을 조사한다.  조사된 자외선은 불투명 유리상의 부분에서 산란을 일으켜서, 도시한 바와 같
이 슬릿(211)의 부분으로부터 중앙부를 경계로 하여 2방향으로 분산되어 조사된다.   

TFT 기판(204b)과 대향 기판(204a)을 접합한 경우, 서로의 슬릿부분의 위치는 슬릿이 나란한 피치의 중심
부로 오게 된다.  이에 의하여, TFT 기판(204b)측의 슬릿과 대향 기판(204a)측의 슬릿 사이 즉 폭(90)㎛ 
사이에, 슬릿에 대하여 수직의 방향으로 경사 배향하는 영역이 생긴다.  화소 중심부의 슬릿의 위치를 경
계로, 서로 반대 방향으로 경사 배향함으로써, 1 화소내에 2방향의 배향 분할을 실현할 수 있다.   

도23은 본 실시예의 다른 예를 나타내는 개략 단면도이다.  

여기서는 산란 기능(221)을 실현하는 수법으로서, 상술한 샌드 블레스트 가공을 행하는 부분을, 광학 마
스크(201)의 마스크 패턴이 있는 측의 슬릿(211)이 개구하고 있는 부분에만 행함으로써, 불투명 유리상으
로 한다.   

광학 마스크(201)의 배치는 상기과 동일하게 하고, 광학 마스크(201)의 광원측의 면에 대하여 수직으로 
평행광의 자외선을 조사한다.  조사된 자외선은 불투명 유리상의 부분에서 산란을 일으켜서, 도시한 바와 
같이 슬릿(211)의 부분으로부터 산란광이 출사될 때에 중앙부를 경계로 하여 2방향으로 분산하여 배향막
(203)상에 조사된다.   

TFT 기판(204b)과 대향 기판(204a)을 접합한 경우, 서로의 슬릿부분의 위치는 슬릿이 나란한 피치의 중심
부에 위치하게 된다.  이에 의하여, TFT 기판(204b)측의 슬릿과 대향 기판(204a)측의 슬릿 사이 즉 폭 90
㎛ 사이에, 슬릿에 대하여 수직의 방향으로 경사 배향하는 영역이 생긴다.  화소의 중심부의 슬릿의 위치
를  경계로  하여,  서로  반대  방향으로  경사  배향함으로써,  1화소내에  2방향의  배향  분할을  실현할  수 
있다.   

도24는 본 실시예의 또 다른 예를 나타내는 개략 단면도이다.  

상술의 광학 마스크(201)의 슬릿(211)의 개구 부분에, 슬릿의 개구폭을 저변으로 하는 이등변 삼각형의 
단면 형상을 갖는 프리즘(212)을 설치한다.  

광학 마스크(201)의 배치는 상기와 동일하게 하고, 광학 마스크(201)의 광원측의 면에 대하여 수직으로 
평행광의 자외선을 조사한다.  조사된 자외선은 프리즘(212)의 부분에서 반사·굴절을 일으켜서, 도시한 
바와 같이 프리즘(212)의 부분으로부터 산란광이 출사될 때에, 2방향의 평행광으로 분할되어 배향막(20
3)상에 조사된다.   

TFT 기판(204b)과 대향 기판(204a)을 접합한 경우, 서로의 슬릿부분의 위치는 슬릿이 나란한 피치의 중심
부에 위치하게 된다.  이에 의하여, TFT 기판(204b)측의 슬릿과 대향 기판(204a)측의 슬릿 사이 즉 폭 90
㎛의 사이에, 슬릿에 대하여 수직의 방향으로 경사 배향하는 영역이 생긴다. 화소 중심부의 슬릿의 위치
를 경계로 하여, 서로 반대 방향으로 경사 배향함으로써, 1 화소내에 2방향의 배향 분할을 실현할 수 있
다. 

또한, 본 실시예에서, 광학 마스크(201)의 광원측의 면에 대하여 조사시키는 자외선을 산란광으로 한 경
우라도, 평행광을 조사한 경우와 마찬가지로, 배향막(203)에 대하여 조사되는 자외선은 2방향으로 분산되
어, 소망하는 배향 분할을 실현할 수 있다.  이 방법에 의해서, 슬릿 바로밑에 위치하는 배향막(203)상에 
조사되는 자외선이 분산되어, 이 부분에서의 자외선 노광량이 과잉이 되는 일이 없어지고, 또한, 한쪽 기
판에 대하여 1회의 노광을 행함으로써 배향 분할을 실현할 수 있다.   

이상 설명한 바와 같이 본 실시예에 의하면, 광학 마스크(201)에 대한 자외선이 평행광인 경우라도, 광학 
마스크(201)에서의 불투명 유리상의 부분, 혹은 프리즘(212)의 부분에서 자외선이 분산, 또는 반사·굴절
함으로써, 산란광의 자외선을 광학 마스크(201)에 대하여 조사한 경우와 같은 효과를 얻을 수 있다.  이
것은 광원으로서 평행광을 출사하는 자외선 노광장치를 이용할 수 있음을 나타내고 있다.  

또, 슬릿(211)의 개구부에 위치하는 배향막(203)의 부분에서의 자외선을 분산시킬 수 있기 때문에, 이 부
분의 과잉 노광을 방지할 수 있고, 이 부분의 틸트 저하에 의한 백누락(白拔)이나, 유동배향을 방지할 수 
있게 된다. 

(제4 실시예)

본 실시예에서는 액정 표시 장치의 구성 요소인 배향막에 분할 배향을 실시할 때에 사용하는 배향 처리 
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장치 및 방법을 예시한다.  

본 실시예에서도, 제2 실시예와 같은 배향막, 즉, 2종류의 중합체로 되고, 자외선의 조사에 의해 수직 배
향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하여, 어느 자외선 조사량을 초과하면 프리틸트각이 90° 근방의 
일정치가 되는 것이나, 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 자외
선을 더 조사함으로써 다시 수직 배향으로 복귀하는 특성을 갖는 것을 사용하면 적합하다. 

도25는 본 실시예의 원리를 설명하는 모식도이고, 도25a가 본 실시예의 배향 처리 장치의 주요 구성을 나
타내는 개략 단면도, 도25b가 당해 배향 처리를 실시된 액정 표시 장치의 주요 구성을 나타내는 개략 단
면도이다.  

자외선의 단파장 영역(예를 들면 254nm)를 투과시키는 성질을 갖는 석영 유리를 광학 마스크(301)의 재료
로 한다.  광학 마스크(301)의 한쪽 면에는 도26에 나타내는 바와 같이, 금속 크롬에 의한 마스크 패턴이 
형성되어 있다.  마스크 패턴은 금속 크롬에 스트라이프 형상의 배향규제 슬릿(211)이 설치되어 있다.  
이 배향규제 슬릿(211)은 제3 실시예에서 설명한 슬릿(211)과 동일한 것으로, 액정 분자를 소망하는 방향
으로 배향시키기 위한 것이고, 배향 분할을 하는 화소의 피치와 같은 피치로 나란히 늘어놓는다.  일례를 
들면, 화소 피치가 200㎛인 경우, 슬릿(211)의 폭이 10㎛, 슬릿으로부터 이웃의 슬릿(211)까지의 금속 크
롬 패턴의 폭이 190㎛가 된다.  

또한 동일의 광학 마스크(311)상에, 배향 보정 슬릿(311)을 설치한다.  이 슬릿은 액정 분자를 소망하는 
방향으로 배향시키는 슬릿보다도 좁아야 하며, 또 서로 수직의 방향으로 배치되어 있어야 한다.  화소 피
치가 약 3분의 1인 70㎛, 슬릿(311)의 폭은 약 1㎛로 한다. 

다음에, 유리 기판(304)상의 배향막(303)에 자외선을 조사한다.  TFT 기판(304b)측에 자외선을 조사하는 
경우의 광학 마스크(301)의 배치는 도27에 나타내는 바와 같이, 배향 규제 슬릿(211)의 위치가 데이터 전
극(315)과 수직으로 화소의 좌우의 중심 위치와 거의 일치하도록 배치한다.  또, 배향 보정 슬릿(311)의 
위치는 데이터 전극(315)과 평행하게, 서로 인접하는 화소 전극(318) 사이의 중심, 즉, 데이터 전극(31
5)의 중심부에 위치하도록 배치한다.   

한편, 반대로 대향 기판(304a)측에 자외선을 조사하는 경우의 광학 마스크(301)는 배향 규제 슬릿(211)만
이 필요하게 된다.  이 슬릿(211)의 위치는 대향 기판(304a)에서 TFT 기판(304b)의 게이트 전극(313)의 
위치에, 데이터 전극(315)과 수직인 방향으로 배치한다.   

이상과 같이 광학 마스크(301)를 배치한 후에, 광학 마스크(301)의 광원측의 면에 대하여 수직으로, 산란
광의 자외선을 조사한다.  조사된 자외선은 도25와 같이 슬릿의 부분으로부터 2방향으로 분산되어 조사된
다.   

즉, 슬릿(311)에 의해 자외선이 조사된 부분의 근방에는 도25와 같이 산란광이 슬릿(311)을 중심으로 해
서, 부채상으로 퍼져 조사되기 때문에, 배향막(303)에 대하여, 액정 분자가 슬릿(311)이 있는 방향으로 
경사하는 배향 규제력이 부여된다.  이에 의하여, 액정 분자가 화소 전극(318)의 단부의 전계에 의해 배
향하려고 하는 힘과, 배향막(303)의 배향 규제력의 방향이 서로 반대가 되어, 각각의 액정을 배향시키려
고 하는 힘을 상쇄시킴으로써, 소망하는 액정 분자의 경사 배향 방향에 대하여 수직 방향의 액정 분자의 
경사를 일으키는 것을 막을 수 있다.  

실제, 본 실시예의 수법에 의해 2분할의 배향규제에 부가하여, 상기 배향 보정을 실시하여 되는 화상 표
시 장치(장치A)에서의 휘도 변화에 대하여, 2분할의 배향규제만을 행한 화상 표시 장치(장치B)의 비교에 
의거하여 검토했다.  그 결과, 장치B에서는 도28a와 같이 화소 전극(318)의 단부의 전계에 의해 액정 분
자에 경사가 생기고, 이에 따라 도28b와 같이 블랙 매트릭스(321)의 단부에서 휘도의 저하가 발생된다.  
이에 비하여, 장치A에서는 도29a와 같이 화소 전극(318)의 단부에서의 액정 분자의 경사가 해소되기 때문
에, 도29b와 같이 블랙 매트릭스(321)의 단부에서 휘도의 저하가 발생되는 일없이 매우 양호한 화상이 얻
어진다.   

TFT 기판(304b)과 대향 기판(304a)을 접합한 경우, 서로의 슬릿부분의 위치는 슬릿이 나란한 피치의 중심
부에 오게 된다.  이에 의하여, TFT 기판(304b)측의 슬릿과 대향 기판측의 슬릿(304a) 사이 즉 폭 90㎛ 
사이에, 슬릿에 대하여 수직의 방향으로 경사 배향하는 영역이 생긴다.  화소 전극(318)의 중심부의 슬릿
의 위치를 경계로 하여, 서로 반대 방향으로 경사 배향함으로써, 1화소내에 2방향의 배향 분할을 실현할 
수 있다.   

도30은 본 실시예의 다른 예에서의 광학 마스크를 나타내는 개략 평면도이다.  광학 마스크의 슬릿의 형
성까지는 상술한 바와 같지만, 액정 분자를 소망하는 방향으로 배향시키는 슬릿(211)의, 배향막(303)과 
대치하는 측의 면에, 입사된 자외선의 산란 기구을 설치한다.  산란 기구를 구체적으로 들면, 슬릿(211)
의 개구부에만 샌드 블레스트 가공을 실시하여, 불투명 유리상의 부분(21la)을 형성하거나, 레이져 펄스
를 조사함으로써, 단면이 오목상인 홈을 설치하는 등이 고려된다.   

조사된 자외선은 불투명 유리상의 부분(21la)에서 산란을 일으키고, 배향 보정 슬릿(211)에서의 조사의 
폭이 이에 따라 좁아져서, 액정 분자의 본래의 배향 방향에 대하여 악영향을 주지 않는다.   

도31은 본 실시예의 또 다른 예에서의 광학 마스크를 나타내는 개략 평면도이다.  

여기서는 광학 마스크(301)중, 배향 보정 슬릿(311)의 부분만을 높이가 소정 높이, 예를 들면 50㎛정도 
높게 되도록 형성한다.  이에 의하여, 광학 마스크(301)와 배향막(304)이 서로 대치하는 간격이 배향 보
정 슬릿(3l1)의 부분만 50㎛정도 좁게 되어, 이 부분만 입사한 자외선이 산란하는 폭을 좁게 할 수 있다.  
이에 의하여, 액정 분자의 본래의 배향 방향에 대하여 악영향을 주지 않는다.  

도32는 본 실시예의 또 다른 예에서 사용하는 광원의 일례를 나타내는 모식도(도32a가 너비 방향, 도32b
가 길이 방향)이고, 도33은 광원의 산란성과 광학 마스크의 슬릿의 관계을 나타내는 개략 평면도이다.  

여기서는 광원(302)의 방향을 바꾸는 방법을 채택한다.  예를 들면, 자외선을 조사하는 튜브상의 광원
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(302)은 도시한 바와 같이 되어 있고, 광원(302)의 단변 방향보다도, 장변 방향의 쪽이 산란성이 높은 성
질이 있다.  본 실시예에서는 이 성질을 이용한다.  구체적으로는 다음과 같은 방법이다.   

자외선의 광원(302)의 장변 방향을 광학 마스크(301)의 배향 보정 슬릿(311)의 방향에 대해 평행하게 위
치하도록 배치를 한다.  이에 의하여, 배향 보정 슬릿(311)을 통한 자외광은 산란의 폭이 좁아지고, 반대
로 광원(302)의 장변 방향과 수직의 위치 관계가 된다.  액정 분자를 소망하는 방향으로 배향시키는 슬릿
(211)을 통한 자외광은 산란의 폭이 넓어진다.  이에 의하여, 액정 분자의 본래의 배향 방향에 대하여 악
영향을 주지 않는다.   

이상 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, 화소 전극(318)의 단부에서의 배향 규제력과 전계에 의해 
배향하려고 하는 힘의 방향이 서로 상쇄되기 때문에, 소망하는 액정 분자의 경사 배향 방향에 대하여 수
직 방향의 액정 분자가 경사를 일으키는 것을 막을 수 있다.  이에 의하여, 디스크리네이션의 발생을 방
지하여, 화소 단부에서의 휘도 저하를 억제할 수 있다.  

한편, 제방형상 부재를 새로이 형성할 필요가 없어지기 때문에, 또, 광학 마스크(301)에 배향 보정 슬릿
(211)과  함께  배향  규제  슬릿(311)을  형성함으로써,  배향규제을  부여하는  프로세스를  간략화시킬  수 
있다.

(제5 실시예)

본 실시예에서는 화소 전극에 특징이 있는 액정 표시 장치를 예시한다.  

본 실시예에서도, 제2 실시예와 같은 배향막, 즉, 2종류의 중합체로 되고, 자외선의 조사에 의해 수직 배
향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하여, 어느 자외선 조사량을 초과하면 프리틸트각이 90° 근방의 
일정치가 되는 것이나, 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 자외
선을 더 조사함으로써 다시 수직 배향으로 복귀하는 특성을 갖는 것을 사용하면 적합하다.  

도34는 본 실시예의 액정 표시 장치의 화소 전극 근방을 나타내는 개략 평면도이다.

데이터 전극(415)으로부터의 횡전계에 기인하는 배향 불량을 방지하기 위하여, 화소 전극(418)의 데이터 
전극(415)  근방에  슬릿(411)을  설치한다.   슬릿(411)은  데이터  전극(415)과  평행한  방향(게이트 전극
(413)과 직교하는 방향)으로 뻗어 있다.  이 슬릿(411)의 폭은 2㎛~5㎛의 범위로 하는 것이 유효하다.  
특히, 3㎛의 폭의 슬릿으로  했을 때에 가장 배향 불량을 억제하는 효과가 큼을 확인할 수 있었다.   

이와 같이, 화소 전극(418)에 좁은 슬릿(411)을 설치함으로써, 액정 분자는  이 슬릿(41l)에 평행한 방향
으로 넘어지려고 하는 특성을 갖는다.  본 실시예에서는 이 작용을 광배향으로 병용하는 것이다.  본래, 
액정은 화소 전극에 틈새 부분이 존재하면, 그 전계가 경사지게 되기 때문에, 간극으로부터 멀어지는 방
위로 경사진다(도35a 참조). 그렇지만, 좁은 슬릿, 예를 들면 폭 3㎛의 슬릿(411)을 설치한 경우에는 슬
릿(411)의 양측에서 액정 분자가 기울려고 하고, 갈 곳이 없어져 결국 슬릿방향으로 경사져 배향한다(도 
35b참조).  여기서, 도34와 같이 슬릿(411)이 설치되어 있으면, 이 슬릿부분에 의해 액정 분자의 경사는 
갈 곳을 잃어(도35b와 같이) 결국 슬릿(411)과 평행한 방위로 경사지게 되어, 데이터 전극에 기인한 배향 
불량이 억제된다.  

도36은 본 실시예의 다른 예를 나타내는 모식도이고, 도36a가 화소 전극 근방의 평면도, 도36b가 단면도
이다.  

여기서는 복수의 슬릿(411)을 화소 전극(418)의 전역에 설치한다.  이에 의하여, 배향의 안정성은 보다 
확실하게 된다.  또, 이들 슬릿(411)을 화소 전극(418)의 중앙의 접속 부분(421)에 연결하는 것이 중요하
다.  즉, 접속 부분(421)과 슬릿(411)의 관계를 고찰하면, 접속 부분(421)에서의 전계는 도36b와 같이 되
어, 전계는 접속 부분(421)으로부터 부채형으로 퍼진다.  이 효과에 의해 액정 분자는 보다 바람직한 방
향으로 경사지게 된다.

이상 설명한 바와 같이 본 실시예에 의하면, 배향 불량이 없고, 시야각이 넓은 액정 표시 장치를 실현할 
수 있다.  

이하, 본 발명의 제 태양을 부기로서 간추려 기재한다. 

(부기 1) 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층
이 삽입되어 되는 액정 표시 장치로서, 

상기 배향막은 상기 액정층의 액정 분자에 대한 소정의 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 프리틸
트각의 변화율이 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치.  

(부기 2) 상기 배향막은 상기 각 중합체의 혼합물을 포함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 부기1 기
재의 액정 표시 장치.  

(부기 3) 상기 배향막은 상기 각 중합체의 공중합체를 포함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 부기1 
기재의 액정 표시 장치.  

(부기 4) 상기 2종류의 중합체는 한쪽이 액정 분자의 배향을 초기 상태로부터 변화시키는 것이고, 다른 
쪽이 액정 분자의 배향을 초기 상태로 유지하는 것인 것을 특징으로 하는 부기1 기재의 액정 표시 장치.  

(부기 5) 상기 초기 상태가 수직 배향이고, 상기 한쪽 중합체에 의한 배향이 수평 배향인 것을 특징으로 
하는 부기4 기재의 액정 표시 장치.  

(부기 6) 1쌍의 기판에 각각 배향막을 형성하고, 상기 각 배향막을 대향시키도록 상기 배향막간에 액정층
을 삽입하고, 상기 각 기판 간격을 일정하게 유지하여 액정 표시 장치를 제조하는 방법으로서, 

상기 배향막을, 상기 액정층의 액정 분자에 대한 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 프리틸트각의 
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변화가 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 구성하여 상기 1쌍의 기판에 도포하고, 

상기 배향막의 표면에 대하여 경사진 방향에서 자외선을 조사하여, 상기 액정층의 액정 분자에 대해 소망
하는 배향을 실현하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 제조 방법.  

(부기 7) 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층
이 삽입되어 되는 액정 표시 장치로서, 

상기 배향막은 상기 액정층의 액정 분자에 대한 소정의 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 표면 에
너지의 변화율이 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 되어, 상기 배향막에 대한 자외선 조사
에 의해 소정의 표면 에너지로 조절되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.  

(부기 8) 상기 배향막은 상기 각 중합체의 혼합물을 포함하는 재료 또는 상기 각 중합체의 공중합체를 포
함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 부기7 기재의 액정 표시 장치.  

(부기 9) 상기 배향막의 초기 배향 상태를 수직 배향으로 하는 것을 특징으로 하는 부기8 기재의 액정 표
시 장치의 제조 방법.  

(부기 10) 상기 적어도 2종류의 중합체 중, 적어도 1종류를 자외선의 조사에 의해 배향이 초기 상태로부
터 변화하기 쉽고, 적어도 다른 1종류를 자외선의 조사에 의해 배향이 초기 상태로부터 변화하기 어려운 
것으로 하는 것을 특징으로 하는 부기8 기재의 액정 표시 장치의 제조 방법.  

(부기 11) 배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 장치로
서, 

자외선의 산란광을 조사하는 광원과, 

상기 광원 밑에 설치되고, 슬릿이 형성된 광학 마스크를 구비하며, 

상기 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 상기 광원으로부터 상기 광학 마스크에 산란광을 조
사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상기 배향막에 조사하
여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것을 특징으로 하는 배향 처리 장
치. 

(부기 12) 상기 광학 마스크는 상기 슬릿이 스트라이프 형상으로 형성되어 된 것을 특징으로 하는 부기
(11) 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 13) 상기 광학 마스크는 상기 슬릿이 상기 배향막의 하부에 형성된 데이터 전극의 근방이고 이와 
대략 평행한 부위에 위치하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 부기(11) 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 14) 상기 광학 마스크는 상기 슬릿이 상기 배향막의 하부에 형성된 데이터 전극과 대략 평행하고 
화소의 좌우의 중심 위치와 대략 일치하는 부위에 위치하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 부기(11) 기
재의 배향 처리 장치. 

(부기 15) 상기 광학 마스크는 상기 슬릿이 상기 배향막의 하부에 형성된 게이트 전극의 근방이고 이와 
대략 평행한 부위에 위치하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 부기(11) 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 16) 상기 광학 마스크는 상기 슬릿이 상기 배향막의 하부에 형성된 게이트 전극과 대략 평행하고 
화소의 상하의 중심 위치와 대략 일치하는 부위에 위치하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 부기11 기재
의 배향 처리 장치.  

(부기 17) 상기 광원은 튜브 형상의 램프인 것을 특징으로 하는 부기11 기재의 배향 처리 장치. 

(부기 18) 상기 광학 마스크와 상기 광원은 상기 광학 마스크의 상기 슬릿의 길이 방향과 상기 광원의 길
이 방향이 평행 또는 직교하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 부기17 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 19) 상기 광원의 배면을 덮도록, 적외선을 흡수하는 콜드 미러가 설치되어 있고,

상기 콜드 미러로부터의 반사광은 상기 광원의 길이 방향을 따른 면내에서는 산란광으로 하고, 상기 광원
의 길이 방향으로 직교한 면내에서는 평행광으로 하여, 상기 배향막에 조사되는 것을 특징으로 하는 부기
17 기재의 배향 처리 장치. 

(부기 20) 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치로서, 

상기 액정에 소정의 경계에서 복수의 분할 배향이 실시되어 있고, 

상기 배향막의 표면 에너지는 상기 배향 분할의 경계에서 최대치 또는 최소치가 되고, 경계에서 떨어질수
록 작게 또는 크게 되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치. 

(부기 21) 상기 배향막은 상기 액정의 액정 분자에 대한 소정의 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 
프리틸트각의 변화율이 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 부기20 
기재의 액정 표시 장치.  

(부기 22) 상기 배향막은 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 어
느 자외선 조사량을 초과하면 프리틸트각이 90°근방의 일정치가 되는 것을 특징으로 하는 부기21 기재의 
액정 표시 장치.  

(부기 23) 상기 배향막은 자외선의 조사에 의해 수직 배향으로부터 프리틸트각이 변화하기 시작하고, 자
외선을 더 조사함으로써 다시 수직 배향으로 복귀하는 특성을 갖는 것을 특징으로 하는 부기20 기재의 액
정 표시 장치.  
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(부기 24) 배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 방법으
로서, 

슬릿이 형성된 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 자외선의 산란광을 조사하는 광원으로부터 
상기 광학 마스크에 산란광을 조사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 
확산광을 상기 배향막에 조사하여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것
을 특징으로 하는 배향 처리 방법.  

(부기 25) 상기 배향막은 화소의 복수의 영역에서 서로 다른 배향이 되도록 분할 배향되어, 1쌍의 기판에 
각각 설치되어 액정 표시 장치의 구성 요소를 이루는 것으로서, 

초기 배향은 수직 배향 또는 수평 배향이고, 한쪽 상기 기판에서의 상기 분할 배향의 분할수는 2이고, 상
기 화소에서 서로 역방향으로 액정 분자가 경사지도록 배향규제가 이루어지는 것을 특징으로 하는 부기24 
기재의 배향 처리 방법.  

(부기 26) 상기 배향 분할의 상기 각 기판에서의 방향은 게이트 전극 및/또는 데이터 전극의 관계에 있어
서, 상기 게이트 전극 및/또는 상기 데이터 전극으로부터 대향하는 상기 기판의 상기 화소 중앙을 연결하
는 선분 방향인 것을 특징으로 하는 부기24 기재의 배향 처리 방법.  

(부기 27) 배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 장치로
서, 

자외선을 조사하는 광원과, 

상기 광원 밑에 설치되고, 슬릿이 형성되는 동시에 자외선의 산란 기구를 갖는 광학 마스크를 구비하며, 

상기 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 상기 광원으로부터 상기 광학 마스크에 자외선을 조
사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상기 배향막에 조사하
여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것을 특징으로 하는 배향 처리 장
치. 

(부기 28) 상기 산란 기구는 상기 광학 마스크의 상기 광원측의 면에 형성된 산란 수단인 것을 특징으로 
하는 부기27 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 29) 상기 산란 기구는 상기 광학 마스크의 상기 슬릿의 개구 부분에 형성된 산란 수단인 것을 특징
으로 하는 부기27 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 30) 상기 광학 마스크는 상기 슬릿이 스트라이프 형상으로 형성되어 된 것을 특징으로 하는 부기27 
기재의 배향 처리 장치.  

(부기 31) 상기 광학 마스크는 상기 배향막의 상부에 배치된 때에, 상기 슬릿이 상기 배향막의 하부에 형
성된 데이터 전극과 대략 평행하고 화소의 좌우의 중심 위치와 대략 일치하는 부위에 위치하도록 형성되
어 있는 것을 특징으로 하는 부기27 기재의 배향 처리 장치.  

(부기 32) 상기 광학 마스크는 상기 배향막의 상부에 배치된 때에, 상기 슬릿이 상기 배향막의 하부에 형
성된 게이트 전극과 대략 평행하고 화소의 상하의 중심 위치와 대략 일치하는 부위에 위치하도록 형성되
어 있는 것을 특징으로 하는 부기27 기재의 배향 처리 장치. 

(부기 33) 배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 방법으
로서, 

슬릿이 형성되는 동시에 자외선의 산란 기구를 갖는 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 광원
으로부터 상기 광학 마스크에 자외선을 조사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성
하고, 당해 확산광을 상기 배향막에 조사하여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생
성시키는 것을 특징으로 하는 배향 처리 방법.  

(부기 34) 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치로서, 

한쪽 상기 기판에 화소 전극이 형성되어 있고, 상기 화소 전극의 단부에 상당하는 부위의 액정 분자에, 
당해 단부에서 발생하는 전계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력이 부여되어 있는 것
을 특징으로 하는 액정 표시 장치.  

(부기 35) 상기 액정층은 상기 배향막의 배향규제에 의해 상기 화소 전극상에서 소정의 분할 배향이 실시
되어 있는 것을 특징으로 하는 청구항34 기재의 액정 표시 장치.  

(부기 36) 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치를 제조할 때, 

한쪽의 상기 기판에 형성된 화소 전극의 단부에 상당하는 부위의 액정 분자에, 당해 단부에서 발생하는 
전계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력을 부여하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치의 제조 방법.  

(부기 37) 슬릿이 형성된 광학 마스크를, 상기 슬릿이 게이트 전극상 또는 데이터 전극상에서 이와 평행
이 되도록, 상기 배향막의 상부에 배치하고, 상기 광학 마스크에 상부로부터 자외선을 조사함으로써, 상
기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상기 배향막에 조사하여, 상기 화소 
전극의 상기 단부에서 발생하는 전계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력을 부여하는 
것을 특징으로 하는 부기36 기재의 액정 표시 장치의 제조 방법.  

(부기 38) 각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정
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층이 삽입되어 되는 액정 표시 장치로서, 

한쪽 상기 기판에, 화소 전극과 당해 화소 전극 사이에 형성된 버스 라인를 갖고, 상기 화소 전극의 상기 
버스 라인 근방에 당해 버스 라인과 대략 평행한 슬릿이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치.  

(부기  39)  상기  화소  전극의  상기  슬릿에  의해서,  상기  화소  전극의  단부에  상당하는  부위의  액정 
분자에, 당해 단부에서 발생하는 전계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력이 부여되는 
것을 특징으로 하는 부기38 기재의 액정 표시 장치. 

(부기 40) 상기 화소 전극에는 상기 슬릿이 적어도 2개 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 부기38 기재의 
액정 표시 장치.  

(부기 41) 복수의 상기 슬릿이 상기 화소 전극의 전면에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 부기38 기재
의 액정 표시 장치.  

(부기 42) 상기 각 슬릿이 상기 화소 전극의 중앙 부위에서 절단되어, 전극으로서 연결된 영역이 형성되
어 있는 것을 특징으로 하는 부기41 기재의 액정 표시 장치.  

    발명의 효과

본 발명에 의하면, 배향막으로의 자외선의 경사진 조사에 수반하여 조사량에 변동이 생겨도, 안정한 소망
하는 프리틸트각이 얻어지기 때문에, 간단한 구조로, 러빙을 행하는 일없이 간편하게 배향 처리를 할 수 
있고, 액정 분자의 적정한 프리틸트각을 매우 안정하고 또한 용이하게 얻을 수 있는 배향막을 구비한 액
정 표시 장치를 실현할 수 있다.   

또한 프로세스를 증가시키는 일없이 용이하고 또한 정확하게 분할 배향을 행할 수 있어, 표시 화면에서의 
콘트라스트의 향상, 표시의 명암의 반전 방지 및 디스크리네이션 라인의 감소를 도모하여 고성능의 매우 
밝은 액정 화면을 실현할 수 있다.  

(57) 청구의 범위

청구항 1 

각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층이 삽입된 
액정 표시 장치로서, 

상기 배향막은 상기 액정층의 액정 분자에 대한 소정의 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 프리틸
트각의 변화율이 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치.  

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 배향막은 상기 각 중합체의 혼합물을 포함하는 재료로 되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.  

청구항 3 

1쌍의 기판에 각각 배향막을 형성하고, 상기 각 배향막을 대향시키도록 상기 배향막간에 액정층을 삽입하
며, 상기 각 기판 간격을 일정하게 유지하여 액정 표시 장치를 제조하는 방법으로서, 

상기 배향막을, 상기 액정층의 액정 분자에 대한 초기 배향성을 갖고, 자외선 조사에 따른 프리틸트각의 
변화가 다른 적어도 2종류의 중합체를 포함하는 재료로 구성하여 상기 1쌍의 기판에 도포하는 단계와, 

상기 배향막의 표면에 대하여 경사진 방향에서 자외선을 조사하여, 상기 액정층의 액정 분자에 대해 소망
하는 배향을 실현하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 4 

배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 장치로서, 

자외선의 산란광을 조사하는 광원과, 

상기 광원 밑에 설치되며, 슬릿이 형성된 광학 마스크를 구비하며, 

상기 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 상기 광원으로부터 상기 광학 마스크에 산란광을 조
사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상기 배향막에 조사하
여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것을 특징으로 하는 배향 처리 장
치.  

청구항 5 

각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층이 삽입된 
액정 표시 장치로서, 

상기 액정에 소정의 경계에서 복수의 분할 배향이 실시되어 있고, 

상기 배향막의 표면 에너지는 상기 배향 분할의 경계에서 최대치 또는 최소치가 되고, 경계에서 떨어질수
록 작게 또는 크게 되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.  
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청구항 6 

배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 방법으로서, 

슬릿이 형성된 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 자외선의 산란광을 조사하는 광원으로부터 
상기 광학 마스크에 산란광을 조사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하는 단계
와, 

당해 확산광을 상기 배향막에 조사하여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키
는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 배향 처리 방법.  

청구항 7 

배향막에 자외선을 조사하여, 상기 배향막상에 설치되는 액정을 배향시키는 배향 처리 장치로서, 

자외선을 조사하는 광원과, 

상기 광원 밑에 설치되고, 슬릿이 형성되는 동시에 자외선의 산란 기구를 갖는 광학 마스크를 구비하며, 

상기 광학 마스크를 상기 배향막의 위쪽에 배치하고, 상기 광원으로부터 상기 광학 마스크에 자외선을 조
사함으로써, 상기 슬릿을 중심으로 하여 퍼지는 확산광을 생성하고, 당해 확산광을 상기 배향막에 조사하
여, 상기 액정에 확산광의 확산 방향에 의존한 분할 배향을 생성시키는 것을 특징으로 하는 배향 처리 장
치.  

청구항 8 

각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층이 삽입되
어서 되는 액정 표시 장치로서, 

한쪽 상기 기판에 화소 전극이 형성되어 있고, 상기 화소 전극의 단부에 상당하는 부위의 액정 분자에, 
당해 단부에서 발생하는 전계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력이 부여되어 있는 것
을 특징으로 하는 액정 표시 장치.  

청구항 9 

각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층이 삽입된 
액정 표시 장치를 제조하는 방법에 있어서, 

한쪽 상기 기판에 형성된 화소 전극의 단부에 상당하는 부위의 액정 분자에, 당해 단부에서 발생하는 전
계에 의한 배향을 상쇄하는 방향으로 향하는 배향 규제력을 부여하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치
의 제조 방법. 

청구항 10 

각각 배향막을 대향시켜 소정 간격으로 유지된 1쌍의 기판을 구비하며, 상기 배향막간에 액정층이 삽입되
어서 되는 액정 표시 장치로서, 

한쪽 상기 기판은 화소 전극과, 당해 화소 전극 사이에 형성된 버스 라인을 갖고, 

상기 화소 전극의 상기 버스 라인 근방에 당해 버스 라인과 대략 평행한 슬릿이 형성되고 있는 것을 특징
으로 하는 액정 표시 장치. 
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摘要(译)

本发明非常稳定的是液晶分子的适当的预倾角，并且使用配备有取向层的液晶显示器增加了工艺，而且容易获得并且这样的取向层
任务也是便利的，而且更加精确在没有任务的情况下执行分割方向。它从垂直排列变化称为聚合物（x1）是液晶分子取向的初始状
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